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DESCRIZIONE 
Campo tecnico dell 1 invenzione 

La presente invenzione si riferisce 

genericamente a dispositivi di memoria a 

semiconduttori, ed in particolare la presente 

invenzione si riferisce a metodi di collaudo per 

dispositivi di memoria a semiconduttori cosi comef^iQMir^ 

circuit! ed apparecchiature per la realizzazion^^ 0 j^^^™ 

/Sc*v* A^f 

tali metodi. f[ju~ f I 

Base tecnica dell 1 invenzione ^f^s 

I sistemi di gestione elettronica dl*^^^^^^ 
informazione o sistemi a calcolatore, sia che siano 
grandi macchine, microcalcolatori o dispositivi di 
elaborazione digitale piccoli e semplici, 
richiedono memoria per memorizzare dati ed 
istruzioni di programma . Sono stati sviluppati vari 
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sistemi di memoria nel corso degli anni per gestire 
le richieste in evoluzione di sistemi di gestione 
di informazione. Uno di tali sistemi di memoria 
comprende dispositivi di memoria a semiconduttori. 

I dispositivi di memoria a semiconduttori sono 
dispositivi di memoria ad accesso rapido. In un 
dispositivo di memoria a semiconduttori, il tempo 
richiesto per memorizzare e recuperare informazione 
e generalmente indipendente dalla collocazione 
fisica dell 1 informazione entro il dispositivo di 
memoria. I dispositivi di memoria a semiconduttori 
tipicamente memorizzano informazione in una grossa 
schiera di celle. 

Applicazioni di calcolatori, di comunicazione 
ed industriale stanno spingendo la richiesta di 
dispositivi di memoria in una varieta di sistemi 
elettronici. Una forma importante di dispositivo di 
memoria a semiconduttori include memorie non 
volatili costituite da celle di memoria a gate 
flottante chiamate memorie flash. Una memoria flash 
viene spesso usata quando si desidera un accesso 
normale ai dati memorizzati nel dispositivo di 
memoria, ma quando tali dati vengono cambiati 
raramente. Applicazioni di calcolatori impiegano 
memoria flash per immagazzinare il firmware BIOS. 
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Dispositivi periferici quali stampanti memorizzano 
font e moduli su memoria flash. Applicazioni radio 
e di cellulari digitali impiegano grandi quantita 
di memoria flash e spingono continuamente per 
tension! piu basse e densita piu elevata. 
Applicazioni portatili quali camere digitali, 
registratori audio, assistenti digitali personali 
(PDA) ed apparecchiature di collaudo impiegano 
anch'esse memoria flash come supporto per 
memorizzare dati. 

Le celle di memoria flash convenzionali 
impiegano un transistore a gate flottante 
comprendente una zona di sorgente, una zona di 
assorbitore ed uno strato di gate flottante ed uno 
strato di gate di controllo. In tali dispositivi, 
le operazioni di accesso sono effettuate applicando 
polarizzazioni a ciascuno di questi terminali . Le 
operazioni di scrittura sono genei^lmente eseguite 
mediante iniezione di portatori caldi nel canale . 
Questo processo induce un flusso di elettroni tra 
la sorgente e 1 ' assorbitore , e li accelera verso un 
gate flottante in risposta ad una polarizzazione 
positiva applicata al gate di controllo. Operazioni 
di lettura generalmente includono il percepire una 
corrente tra sorgente ed assorbitore, cioe, la 



SJ.B. 
ROM- 



corrente MOSFET, in risposta ad una polarizzazione 
applicata al gate di controllo. Operazioni di 
cancellazione sono generalmente effettuate 
attraverso effetto tunnel Fowler-Nordheim. Questo 
processo pud includere una regione di assorbitore 
elettricamente flottante, di collegare a massa la 
regione di sorgente, e 1 1 applicazione di una 
elevata tensione negativa alio strato del gate di 
controllo . 

Un'altra forma importante di dispositivo di 
memoria a semiconduttori comprende una memoria 
volatile chiamata memoria dinamica ad accesso 
casuale (DRAM) . Le DRAM sono impiegate spesso 
quando e desiderato un rapido accesso alia schiera 
di memoria sia per i dati di ingresso sia per 
l'uscita di dati. La DRAM ha tempi di accesso piu 
veloci della memoria flash, ma richiede un 
rinfresco periodico per evitare di perdere i suoi 
valori di dati. Una tipica conf igurazione DRAM 
include una schiera di celle di memoria collocate 
alia intersezione di linee di parola e di linee di 
bit. Ciascuna cella di memoria comprende un 
transistore di accesso, con il gate di ciascun 
transistore di accesso accoppiato ad una linea di 
parola. Una prima regione sorgente/assorbitore di 
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un transistore di accesso e accoppiata ad una linea 
di bit e ad una seconda regione sorgente/ 
assorbitore del transistore di accesso e accoppiata 
ad una prima armatura di un condensatore . II valore 
di dati viene memorizzato come carica sul 
condensatore ed il valore dei dati e percepito da 
una condivisione di cariche con la linea di bit 
associata e rivelando la variazione del potenziale 
di linea di bit come risultato della condivisione 
di carica. Applicazioni per calcolatore tipicamente 
impiegano DRAM per memorizzare istruzioni di 
programma ed altri dati temporanei . 

Prima della spedizione, un fabbricante pud 
collaudare i suoi dispositivi di memoria a 
semiconduttori come parte di un programma di 
qualita per migliorare la affidabilita dell 1 impiego 
finale. Uno dei collaudi effettuati include un 
collaudo di verifica di scrittura. Generalmente , il 
collaudo di verifica di scrittura viene impiegato 
per collaudare la capacita della schiera di memoria 
a ricevere, mantenere e porre in uscita dati in 
modo affidabile. Tali prove tipicamente comportano 
dapprima la scrittura di una conf igurazione di 
dati, ad esempio, una conf igurazione in ingresso di 
uno (uni) e zero (zeri) , verso la schiera di 
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memoria. Successivamente si accede alia schiera di 
memoria per rilevare e porre in uscita i dati 
memorizzati nella schiera di memoria. I dati sono 
spesso posti in uscita come una pagina di dati 
contenente due o piu parole con ciascuna parola 
contenente un certo numero di bit. I dati di uscita 
sono quindi confrontati con la conf igurazione di 
dati originalmente immessa nella schiera di memoria 
su una base bit per bit, e generalmente una parola 
alia volta, mediante un circuito di arbitrato di 
una apparecchiatura di collaudo. Se ciascun bit di 
ciascuna parola dei dati di uscita coincide con il 
bit corrispondente della conf igurazione di 
ingresso, il dispositivo supera il collaudo. Una 
mancata coincidenza tra qualsiasi bit di qualsiasi 
parola dei dati di uscita e della conf igurazione di 
ingresso e indicativa di un'avaria del dispositivo. 
Queste prove, anche se sono preziose per verificare 
1 ' af f idabilita del dispositivo, richiedono molto 
tempo e sono costose. 

Per le ragioni sopra indicate, e per altre 
ragioni esposte in seguito che diverranno chiare a 
coloro che sono esperti nel ramo a seguito della 
iettura e comprensione della presente descrizione, 
esiste una necessita nella tecnica per metodi 
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alternativi di collaudare dispositivi di memoria, 
circuiti per la implementazione di tali metodi di 
collaudo, e dispositivi di memoria che fanno uso di 
tali circuiti e metodi di collaudo. 
Sommario dell 1 invenzione 

I problemi sopra menzionati con dispositivi di 
memoria ed altri problemi sono oggetto della 
presente invenzione e verranno compresi leggendo e 
studiando la seguente descrizione. 

II collaudo di dispositivi di memoria e 
generalmente effettuato come parte di un programma 
di qualita per migliorare 1 ' af f idabilita di uso 
finale. I dispositivi di memoria qui descritti sono 
in grado di un modo di f unzionamento normale ed un 
modo di f unzionamento a collaudo. II modo di 
f unzionamento a collaudo comprende un modo di 
collaudo a compressione di dati in cui la lettura 
di una parola di una pagina in uscita fornisce una 
indicazione dei valori di dati delle parole 
rimanenti della pagina di uscita. In questo modo, 
il tempo di lettura di una schiera di memoria 
avente una conf igurazione ripetitiva pud essere 
ridotto ad una frazione del tempo richiesto per 
leggere ciascuna parola della schiera. 
Conseguentemente, il tempo richiesto per collaudare 
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la capacita di un dispositivo di memoria per 
memorizzare accuratamente dati pud essere ridotto. 

Per una prima forma di realizzazione, 
l'invenzione fornisce un circuito di compressione 
di dati in un dispositivo di memoria. II circuito 
di compressione di dati comprende un primo circuito 
logico per ricevere segnali di dati corrispondenti 
a una data collocazione di bit per ciascuna parola 
di una pagina di uscita del dispositivo di memoria 
e per fornire un primo segnale di uscita indicativo 
del fatto che ciascun segnale di dati possiede un 
primo livello logico. II circuito di compressione 
di dati comprende inoltre un secondo circuito 
logico per ricevere i segnali di dati 
corrispondenti alia data collocazione di bit di 
ciascuna parola della pagina in uscita del 
dispositivo di memoria e per fornire un secondo 
segnale in uscita indicativo del fatto che ciascun 
segnale di dati abbia un secondo livello logico 
diverso dal primo livello logico. II circuito di 
compressione di dati comprende inoltre un terzo 
circuito logico per ricevere il primo segnale di 
uscita e il secondo segnale in uscita per e fornire 
un terzo segnale in uscita indicativo del fatto se 
ciascun segnale di dati abbia lo stesso livello 
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logico. Per una ulteriore forma di realizzazione , 
il primo circuito logico comprende una molteplicita 
di primi stadi buffer. Ciascun primo stadio buffer 
ha un ingresso per ricevere un segnale di dati per 
una data collocazione di bit di una parola di una 
pagina in uscita di dispositivo di memoria, ed una 
uscita. Ciascun primo stadio buffer e accoppiato 
per ricevere un segnale di dati per la data 
collocazione di bit di una diversa parola della 
pagina in uscita e ciascun primo stadio di buffer 
ha la sua uscita accoppiata alle uscite dei 
rimanenti primi stadi di buffer. Ciascun primo 
stadio di buffer assorbe un primo livello di 
corrente in risposta ad un segnale di dati avente 
un livello logico alto e pilota un secondo livello 
di corrente piu grande in risposta ad un segnale di 
dati avente un livello logico basso. II secondo 
livello di corrente per un primo stadio di buffer e 
di ampiezza maggiore del primo livello di corrente 
per ciascun primo stadio buffer combinato. 

Per una ulteriore forma di realizzazione, il 
secondo circuito logico comprende una molteplicita 
di secondi stadi buffer. Ciascun secondo stadio 
buffer ha un ingresso per ricevere un segnale di 
dati per una data collocazione di bit di una parola 
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della pagina in uscita del dispositivo di memoria, 
ed una uscita. Ciascun secondo stadio buffer e 
accoppiato per ricevere un segnale di dati per la 
data collocazione di bit di una diversa parola 
della pagina in uscita e ciascun secondo stadio 
buffer ha la sua uscita accoppiata alle uscite dei 
rimanenti second! stadi buffer. Ciascun secondo 
stadio buffer assorbe un primo livello di corrente 
in risposta ad un segnale di dati avente un livello 
logico alto e pilota un secondo livello di 
corrente, piu basso, in risposta ad un segnale di 
dati avente un livello logico basso. II primo 
livello di corrente per un secondo stadio buffer e 
di ampiezza maggiore del secondo livello di 
corrente di ciascun rimanente secondo stadio buffer 
combinato. 

Per un'altra forma di realizzazione, 
l'invenzione fornisce un dispositivo di memoria. II 
dispositivo di memoria comprende un circuito di 
compressione di dati avente una molteplicita di 
ingressi per ricevere segnali di dati ed una uscita 
per fornire un primo segnale di controllo. II 
circuito di compressione di dati ha i suoi ingressi 
accoppiati per ricevere segnali di dati 
rappresentativi di valori di dati per una data 
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collocazione di bit di ciascuna parola della pagina 
in uscita del dispositivo di memoria. II primo 
segnale di controllo ha un primo livello logico 
quando i segnali di dati della data collocazione di 
bit coincidono ed un secondo livello logico quando 
uno qualsiasi dei segnali di dati per la data 
collocazione di bit e differente. II dispositivo di 
memoria comprende inoltre un circuito di pilotaggio 
di uscita per fornire un segnale di uscita 
indicativo di un segnale di dati. II circuito di 
pilotaggio di uscita viene disabilitato quando il 
primo segnale di controllo ha il secondo livello 
logico. Per una ulteriore forma di realizzazione, 
il dispositivo di memoria e accoppiato ad un 
elaboratore per fornire segnali di controllo 
esterni e per comunicare in modo bidirezionale 
valori di dati . 

Per ancora un'altra forma di realizzazione, 
1 ' invenzione f ornisce un metodo per collaudare un 
dispositivo di memoria. II metodo comprende 
1 ' accedere ad una schiera di memoria per generare 
una pagina di uscita contenente almeno due parole. 
La pagina di uscita ha una conf igurazione di dati 
ripetitiva e ciascuna parola ha almeno una 
collocazione di bit. Il metodo inoltre comprende il 
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confrontare segnali di dati per una data 
collocazione di bit di ciascuna parola della pagina 
di uscita e disabilitare l'uscita per segnali di 
dati corrispondenti ad almeno la data collocazione 
di bit se almeno un segnale di dati per la data 
collocazione di bit differisce da qualsiasi 
rimanente segnale di dati per la collocazione data 
di bit. II metodo inoltre comprende il cercare di 
leggere una parola della pagina di uscita e 
determinare se I'uscita sia disabilitata per almeno 
la data collocazione di bit. Una uscita 
disabilitata e indicativa di una avaria del 
dispositivo di memoria. 

L'invenzione fornisce inoltre metodi ed 
apparecchio di vario scopo. 

Breve descrizione dei disegni 

La figura 1A e uno schema a blocchi funzionale 
di un dispositivo basico di memoria flash 
accoppiato ad un elaboratore secondo una forma di 
real izzazi one dell ' invenzione . 

La figura IB e uno schema a blocchi funzionale 
di uno stadio pilota di uscita per 1 ' impiego del 
dispositivo di memoria di figura 1A secondo una 
prima forma di realizzazione dell ' invenzione . 

Le figure 2A-2B sono schemi logici di circuiti 
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di compressione di dati secondo forme di 
realizzazione dell ' invenzione . 

La figura 3A e uno schema a blocchi di un 
circuito di compressione di dati secondo un'altra 
forma di realizzazione dell ■ invenzione . 

La figura 3B e uno schema di un primo stadio 
buffer per impiego nel circuito di compressione di 
dati di figura 3A secondo una forma di 
realizzazione dell ' invenzione . 

La figura 3C e uno schema di un secondo stadio 
buffer per 1 1 impiego nel circuito di compressione 
di dati di figura 3A secondo una forma di 
realizzazione dell 1 invenzione . 

Descrizione particolareggiata dell 1 invenzione 

Nella seguente descrizione particolareggiata 
delle presenti forme di realizzazione, si fa 
riferimento ai disegni allegati che ne formano 
parte, ed in cui sono mostrate a titolo 
illustrativo specifiche forme di realizzazione 
nelle quali pud essere realizzata in pratica 
1 1 invenzione . 

Queste forme di realizzazione sono descritte 
in sufficiente dettaglio per consentire a coloro 
che sono esperti nel ramo di realizzare in pratica 
1 ' invenzione , e si deve comprendere che si possono 
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impiegare altre forme di realizzazione e che 
variazioni di processo, elettriche o meccaniche 
possono essere inserite senza discostarsi 
dall * ambito della presente invenzione. II termine 
wafer o substrato come impiegato nella seguente 
descrizione comprende qualsiasi struttura di 
semiconduttore di base. Esempi includono tecnologia 
silicio su zaf firo (SOS) , tecnologia a silicio su 
isolante (SOI) , tecnologia a transistori a film 
sottile (TFT) , semicondut tori drogati e non 
drogati, strati epitassiali di silicio supportati 
da una struttura di semiconduttore di base, cosi 
come altre strutture semiconduttrici ben note ad un 
esperto nel ramo . Inoltre, quando si fa riferimento 
ad un wafer o substrato nella seguente descrizione, 
possono essere stati utilizzati precedenti passi di 
processo per formare regioni/giunzioni nella 
struttura a semiconduttore di base, ed i termini 
wafer e substrato includono gli strati sottostanti 
contenenti tali regioni/giunzioni. 

La seguente descrizione part icolareggiata 
quindi non deve essere intesa in senso limitativo, 
e 1' ambito della presente invenzione e definito 
soltanto dalle rivendicazioni allegate e dai loro 
equivalenti . 
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Sebbene metodi di collaudo e circuiti di 
compressions di dati qui descritti siano 
applicabili ad una varieta di tipi di dispositivi 
di memoria, incluse varie forme di dispositivi di 
memoria volatili e non volatili noti nella tecnica, 
tali metodi e circuiti di compressione verranno 
descritte in riferimento ad un dispositivo di 
memoria di tipo flash. Coloro che sono esperti nel 
ramo riconosceranno facilmente la loro 

applicability ad altri dispositivi di memoria che 
forniscono una uscita a pagina contenente due o piu 
parole . 

La figura 1A e uno schema a blocchi funzionale 
di un dispositivo 101 a memoria flash di base che e 
accoppiato ad un elaboratore 103 . II dispositivo 
101 di memoria e 1 ' elaboratore 103 possono formare 
parte di un sistema elettronico 100. II dispositivo 
di memoria 101 e stato semplificato per 
focalizzarsi su caratteristiche della memoria che 
sono utili nella comprensione della presente 
invenzione. II dispositivo di memoria 101 comprende 
una schiera di celle 105 di memoria. Le celle di 
memoria del dispositivo 101 di memoria possono 
essere celle di memoria a gate flottante non 
volatili. La schiera 105 di memoria e disposta in 
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righe e colonne, con le righe disposte in blocchi . 
Un blocco di memoria e una qualche parte discreta 
della schiera 105 di memoria. Singole linee di 
parola generalmente si estendono soltanto per un 
blocco di memoria mentre linee di bit possono 
estendersi per piu blocchi di memoria. Le celle di 
memoria generalmente possono essere cancellate in 
blocchi. Dati, tuttavia, possono essere memorizzati 
nella schiera 105 di memoria separati dalla 
struttura a blocco. Un decodif icatore 109 di riga 
ed un decodif icatore 111 di colonna sono previsti 
per decodificare segnali di indirizzo fprniti sulle 
linee di indirizzo AO-Ay 113. Un circuito 115 
buffer di ingresso viene previsto per agganciare i 
segnali di ingresso. I segnali di ingress^.^ sono 
ricevuti e decodificati per accedere alia schiera 
105 di memoria. E previsto un circuito 119 di 
selezione di colonna per selezionare una colonna 
della schiera 105 di memoria in risposta a segnali 
di controllo dal decodif icatore 111 di colonna. Un 
circuito 121 di rilevazione viene impiegato per 
rilevare ed amplificare dati memorizzati nelle 
celle di memoria. Circuiti buffer di ingresso dati 
123 e di uscita 125 sono inclusi per la 
comunicazione di dati bidirezionale su una 
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molteplicita di linee di dati (DQ) con 
1 ' elaboratore 103. Un dispositivo di aggancio di 
dati 129 e tipicamente disposto tra il circuito 123 
buffer di ingresso di dati ed il circuito 119 di 
selezione di colonna per memorizzare valori di dati 
(che devono essere scritti in una cella di memorial 
ricevuti dalle linee 127 DQ. Dati amplificati dalla 
circuiteria 121 di rilevazione sono forniti al 
circuito 125 buffer di uscita di dati per l'uscita 
sulle linee DQ 127. Il circuito 125 buffer di 
uscita di dati include un circuito di compressione 
di dati secondo le forme di realizzazione 
dell 1 invenzione . 

Il circuito 131 di controllo di comando 
decodifica segnali forniti sulle linee 135 di 
controllo dall 'elaboratore 103. Questi segnali sono 
impiegati per controllare le operazioni sulla 
schiera di memoria 105, incluse le operazioni di 
lettura di dati, scrittura di dati e cancellazione . 
II circuito 133 di controllo di ingresso/uscita 
viene impiegato per controllare il circuito 123 
buffer di ingresso di dati ed il circuito 125 
buffer di uscita dati in risposta ad alcuni dei 
segnali . 

Dispositivi di memoria a semiconduttori sono 
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generalmente fabbricati su substrati 

semiconduttori . Ciascuno di questi substrati 
tipicamente contiene un certo numero di singoli 
dispositivi di memoria a semiconduttori formati in 
zone rettangolari note come die dopo la 
f abbricazione ciascun die viene separato o 
tagliato, quindi impaccato in un formato adatto per 
1 1 utilizzatore finale. Come espresso 

precedentemente , il dispositivo 101 di memoria 
flash e stato semplificato per facilitare una 
compressione di base delle caratterist iche della 
memoria. Una compressione piu particolareggiata 
delle memorie flash e nota a coloro che sono 
esperti nel ramo. II circuito 125 buffer di uscita 
di dati tipicamente comprende uno stadio di pilota 
di uscita avente un circuito di pilota di uscita 
per ciascuna linea DQ 127. La figura IB e uno 
schema funzionale a blocchi di uno stadio 140 
pilota di uscita per 1 1 impiego con il dispositivo 
101 di memoria della figura 1A secondo una prima 
forma di realizzazione dell 1 invenzione . Lo stadio 
140 di pilota di uscita comprende uno o piu 
circuiti 141 di pilotaggio di uscita. Ingressi 144 
dei circuiti 142 di pilotaggio di uscita ricevono 
segnali di dati, quali ad esempio dai buffer del 
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circuito 125 buffer di uscita di dati. Vi e un 
ingresso 144 corrispondente a ciascuna collocazione 
di bit di una parola e quindi a ciascuna linea DQ 
127. Uscite 146 dei circuiti 142 di pilota di 
uscita sono associati con ed accoppiati a ciascuna 
linea DQ 127 in una relazione uno a uno . Ciascun 
circuito 142 di pilota di uscita e sensibile ad un 
segnale di abilitazione di uscita fornito 
dall ' elaboratore 103, quale il segnale di controllo 
esterno OE#, e ad un segnale di inibizione, quale 
il segnale interno di controllo OUTEN. La figura IB 
illustra un segnale OE# di abilitazione di uscita 
globale ed un segnale OUTEN di inibizione globale 
in un circuito logico 148, e che fornisce il 
segnale di controllo combinato a ciascun circuito 
142 di pilotaggio di uscita. 

II segnale OUTEN di inibizione globale pud 
essere generato combinando il segnale di inibizione 
locale da ciascun circuito di compressione di dati 
in un altro circuito logico, quale una porta OR. In 
questo modo, se un circuito di compressione di dati 
indica che la sua collocazione data di bit non ha 
funzionato, tutti i circuiti 142 di pilotaggio di 
uscita possono essere disabilitati simultaneamente. 
Alternativamente, segnali di abilitazione di uscita 
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separati e segnali di inibizione possono essere 

applicati a ciascun circuito 142 di pilotaggio di 

uscita per disabilitare selett ivamente solo quel 

circuito 142 di pilota di uscita corrispondente 

alia collocazione di bit che non ha funzionato. In 

aggiunta, il segnale di abilitazione di uscita ed 

il segnale di inibizione possono essere 

singolarmente applicati a ciascun circuito 142 di 

pilota di uscita, posto che ciascun circuito 142 di 

pilota di uscita sia adatto a rispondere a due 

segnali di controllo come qui descritto, ad 

esempio, consentendo la disabilitazione di un 

circuito 142 di pilota di uscita in risposta ad un 

# 

livello logico del segnale di inibizione quale che 
sia il livello logico del segnale di abilitazione 
di uscita. 

Come e ben noto nella tecnica, un circuito 142 
di pilota di uscita pud comprendere un circuito 
buffer del tipo tri-state avente tre possibili 
stati di uscita. In un primo stato il circuito 142 
di pilota di uscita fornisce un primo livello di 
potenziale, quale il potenziale di alimentazione , 
indicativo di un primo livello logico. In un 
secondo stato, il circuito 142 di pilota di uscita 
fornisce un secondo livello di potenziale quale un 
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potenziale di massa, indicativo di un secondo 
livello logico. In un terzo stato, il clrcuito 142 
di pilota di uscita fornisce un livello ad alta 
impedenza. II circuito 142 di pilota di uscita e 
bloccato in un terzo stato quando 1' uscita dei dati 
viene disabilitata . In assenza di un segnale di 
inibizione, il circuito 142 di pilota di uscita e 
generalmente in grado di rispondere sia ad un 
segnale di dati e ad un segnale di abilitazione di 
uscita. Quando il segnale di abilitazione di uscita 
ha un primo valore logico, quale un livello logico 
alto, il circuito 142 di pilota di uscita e 
disabilitato , presentando in tal modo un livello ad 
alta impedenza quale che sia il livello logico del 
segnale dei dati. Quando il segnale di abilitazione 
ha un secondo livello logico, quale un livello 
logico basso, il circuito 142 di pilota di uscita 
pud essere abilitato per presentare o il primo 
livello di potenziale o il secondo livello di 
potenziale indicativo del livello logico del 
segnale di dati. II circuito 131 di controllo di 
comando fornisce segnali di controllo aggiuntivi al 
circuito 125 di buffer di uscita di dati per 
disabilitare selett ivamente il circuito pilota di 
uscita quale che sia il livello logico del segnale 
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di abilitazione di uscita; questo segnale di 
inibizione viene generato da un circuito di 
compressione di dati come descritto. 

Come menzionato precedentemente , una prova di 
verifica di scrittura pud essere impiegata per 
collaudare la capacita della schiera di memoria a 
ricevere, trattenere e fornire in uscita dati in 
modo affidabile. Tali prove tipicamente comprendono 
la scrittura di una conf igurazione di dati, ad 
esempio, una conf igurazione di ingresso di 1 e 0 , 
alia schiera di memoria. La conf igurazione di 
ingresso e spesso una conf igurazione ripetitiva, 
come ciascuna parola della pagina di ingresso 
avente la medesima conf igurazione . Per esempio, per 
una pagina comprendente due parole a 8 bit, la 
conf igurazione pud essere di tutti zeri 
"0000000000000000", tutti uno "1111111111111111", a 
scacchiera "0101010101010101" o a scacchiera 
invertita "1010101010101010". In termini generici, 
in una conf igurazione ripetitiva per una pagina 
avente due o piu parole, ciascun bit di una prima 
parola ha il medesimo valore di dati del suo bit 
corrispondente di ciascuna parola rimanente in modo 
tale che ciascuna parola abbia la stessa 
conf igurazione di dati. Detto in altro modo, per 
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una pagina avente AT parole di N bit ciascuna, 
bit n = hitman per ciascun valore di m e n t quando 
m e un qualche valore intero da 0 a M. x e n e un 
qualche valore intero da 0 a N. x . 

Anche se si accede a ciascuna parola di una 
uscita di dati in un modo a pagina e questa viene 
rilevata in parallelo, i dati sono generalmente 
posti in uscita sulle linee DQ in modalita in serie 
dato che il numero di linee DQ e generalmente 
inferiore al numero di bit in una pagina. Durante 
il collaudo, un ' apparecchiatura di collaudo 
tipicamente confrontera ciascuna parola della 
pagina come questa viene fornita sulle linee DQ. Le 
varie forme di realizzazione dell 1 invenzione 
forniscono un tempo ridotto di collaudo eliminando 
la necessita che 1 ' apparecchiatura di collaudo 
legga ciascuna parola della pagina di uscita al 
fine di determinare 1 ' accuratezza dei dati. Per una 
prima forma di realizzazione dell 1 invenzione, 
1 ' apparecchiatura di collaudo confronta soltanto la 
prima parola della pagina di uscita con una parola 
della conf igurazione di ingresso. Una tale 
riduzione nel tempo di collaudo e facilitata 
fornendo un modo di collaudo a compressione di dati 
entro il dispositivo di memoria. 
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Nel modo di collaudo a compressione di dati, 
il valore della collocazione del bit 12 th di una 
prima parola e confrontata con il valore di dati 
della collocazione di bit n th di ciascuna parola 
rimanente . Questo confronto viene effettuato 
all ' interno del dispositivo di memoria. Viene 
generato un segnale di uscita avente un primo 
livello logico se ciascun bit 12 th e identico, sia 
che esso sia uno 0 oppure un 1. II segnale di 
uscita viene generato in modo da avere un secondo 
livello logico se almeno uno dei bit 22 th e diverso 
dal bit n th della prima parola. II segnale di 
uscita del modo di collaudo a compressione di dati 
pud essere impiegato come un segnale di inibizione 
per inibire o consentire selettivamente che il 
-circuito di pilota di uscita fornisca la parola di 
uscita, ad esempio, la prima parola, sulle linee DQ 
in risposta al segnale di abilitazione di uscita 
OE# . Come esempio, quando il segnale di inibizione 
ha un primo livello logico, il circuito pilota di 
uscita e sensibile al segnale OE# di abilitazione 
di uscita. Tuttavia, quando il segnale di 
inibizione ha il secondo livello logico, il 
circuito pilota di uscita viene disabilitato quale 
che sia il valore del segnale OE# di abilitazione 
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di uscita. In questo modo, la parola di uscita 
viene fornita sulle linee DQ soltanto quando 
ciascun bit n th coincide, posto che il circuito di 
pilota di uscita non sia disabilitato dal segnale 
OE# di abilitazione di uscita. L 1 apparecchiatura di 
prova pud quindi riconoscere una condizione di 
collaudo che non ha funzionato con l'assenza di 
dati su una o piu delle linee DQ quando il segnale 
OE# di abilitazione di uscita e indicativo di un 
desiderio di abilitare 1' uscita dei dati. Se i dati 
sono present! su ciascuna linea DQ, 

1 1 apparecchiatura di collaudo pud quindi 
confrontare la parola di uscita con una parola 
della conf igurazione di dati di ingresso su una 
base bit per bit. Se tutti i bit coincidono, il 
collaudo e accettabile. Al contrario, se vi e 
un'assenza di coincidenza tra qualsiasi bit della 
parola di uscita ed il bit corrispondente della 
conf igurazione di dati di ingresso, il collaudo non 
e stato superato. 

Le figure 2A-2B sono diagrammi logici dei 
circuit i 2 00 di compressione dati secondo forme di 
realizzazione dell 1 invenzione . I circuiti 200 di 
compressione dati sono circuiti logici per 
confrontare lo n th bit di ciascun parola della 
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pagina. I circuiti 200 di compressione di dati 
possono essere una parte del circuiti 131 di 
controllo di comando. In genere, i circuiti 200 di 
compressione dati comprendono un primo circuito 
logico 205 ed un secondo circuito logico 210. II 
primo circuito logico 205 ed il secondo circuito 
logico 210 ricevono ciascuno un bit n th di ciascuna 
parola della pagina come ingressi dai nodi di 
ingresso 215 a 220. Per una pagina avente M parole 
di N bit ciascuna, in genere verranno impiegati N 
circuiti 200 di compressione di dati. Sebbene i 
circuiti 200 di compressione di dati presentano 
soltanto due nodi di ingresso 215 e 220 
corrispondenti a due parole, si possono gestire 
altri numeri di parole aumentando il numero di nodi 
di ingresso. Per una pagina avente M parole di N 
bit ciascuna, ciascun circuito 200 di compressione 
dati generalmente includerebbe AT nodi di ingresso. 

L'uscita del primo circuito logico 205 ha un 
primo livello logico se tutti gli ingressi sono a 
livello logico basso ed un secondo livello logico 
se un qualsiasi ingresso ha un livello logico alto. 
L'uscita del secondo circuito logico 210 ha un 
primo livello logico se tutti gli ingressi sono ad 
un livello logico alto ed un secondo livello logico 
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se una qualsiasi entrata ha un livello logico 
basso. Come mostrato nella figura 2A, un circuito 
logico di esempio per il primo circuito logico 205 
comprende una porta OR 2 0 5a ed un esempio di 
circuito logico per il secondo circuito logico 210 
include una porta AND 210a. Come mostrato in figura 
2B, un circuito logico di esempio per il primo 
circuito logico 205 include una porta NOR 205b, ed 
un esempio di circuito logico per il secondo 
circuito logico 210 include la porta NAND 210b. 

Le uscite del primo circuito logico 205 e il 
secondo circuito logico 210 sono combinate come 
ingressi verso un terzo circuito logico 225. II 
terzo circuito logico 225 produce una uscita avente 
un primo livello logico se i livelli logici di 
uscita del primo circuito logico 2 05 e del secondo 
circuito logico 210 coincidono. II terzo circuito 
logico 22 5 produce una uscita avente un secondo 
livello logico se i livelli logici di uscita del 
primo circuito logico 205 e del secondo circuito 
logico 210 dif f eriscono . Come mostrato nelle figure 
2A-2B, circuiti logici esemplif icativi per il terzo 
circuito logico 225 includono una porta XOR 225a ed 
una porta XNOR 225b. II risultato e un segnale di 
uscita presentato sul nodo 230 avente un primo 
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livello logico se i valori di dati per una data 
collocazione di bit di ciascuna parola coincidono 
ed un secondo livello logico se almeno un valore di 
dati per la data collocazione di bit non coincide 
con i rimanenti valori di dati per la data 
collocazione di bit. 

II primo livello logico del primo circuito 
logico 205 ed il primo livello logico del secondo 
circuito logico 210 possono essere alio stesso 
livello logico. Come esempio, il primo circuito 
logico 205 potrebbe essere una porta OR 205a avente 
un livello logico basso per il suo primo livello 
logico e il secondo circuito logico 210 potrebbe 
essere una porta NAND 210b avente un livello logico 
basso per il suo primo livello logico. La scelta 
del terzo circuito logico 225 e generalmente 
dipendente dal livello logico desiderato del 
segnale di uscita sul nodo 230. Per 1* esempio 
precedente, il terzo circuito logico 225 ricevera 
un livello logico alto ed un livello logico basso 
sui suoi ingressi se tutti i valori di dati 
coincidono per la data collocazione di bit e 
ricevera due livelli logici alto su i suoi ingressi 
se un qualsiasi valore di dati per la data 
collocazione di bit differisce. Se un segnale di 
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uscita avente un livello logico alto e desiderato 
per indicare valori di dati di coincidenza, si 
potrebbe impiegare una porta XOR 22 5a. Se si 
desidera un livello logico basso per indicare 
valori di dati di coincidenza, si potrebbe 
impiegare una porta XNOR 225b. Si possono impiegare 
altre combinazioni di circuiti logici per produrre 
il segnale appropriato di uscita sul nodo 230. 

La figura 3A e uno schema a blocchi di un 
circuito 200 di compressione dati secondo un'altra 
forma di realizzazione dell 1 invenzione. II circuito 
200 di compressione di dati della figura 3A 
comprende un primo stadio buffer 305 ed un secondo 
stadio buffer 310 per ciascuna parola della pagina 
di uscita. I primi stadi buffer 305 hanno le loro 
uscite accoppiate in comune verso un primo ingresso 
del circuito logico 325. I secondi stadi 310 buffer 
hanno le loro uscite accoppiate in comune ad un 
secondo ingresso del circuito logico 325. I primi 
stadi buffer 305 collett ivamente possono essere 
pensati come costituiti dal primo circuito logico 
2 05 mentre i secondi stadi buffer 310 nel loro 
insieme possono essere considerati come il secondo 
circuito logico 210. Il circuito logico 225 genera 
un segnale di uscita OUTEN avente un primo livello 
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logico se ambedue gli ingressi sono gli stessi ed 
un secondo livello logico se gli ingressi sono 
differenti. Per la porta XNOR mostrata come 
circuito logico 325 in figura 3A, il segnale OUTEN 
di uscita ha un livello logico se ambedue gli 
ingressi sono identic!, sia che questi siano a 
livello logico basso o a livello logico alto, ed il 
segnale di uscita OUTEN ha un livello logico basso 
se un ingresso ha un livello logico basso e l'alto 
ingresso ha un livello logico alto. 

Ciascun primo stadio buffer 305 produce un 
segnale di uscita che pilota un primo livello di 
corrente quando viene presentato un livello logico 
basso sul suo ingresso ed un segnale di uscita in 
grado di assorbire un secondo livello di corrente, 
piu basso, quando un livello logico alto e 
presentato sul suo ingresso. II primo livello di 
corrente su ciascun primo stadio buffer 3 05 viene 
scelto in modo che questo sia maggiore della somma 
dei secondi livelli di corrente per ciascun 
restante primo stadio buffer 305. Come esempio per 
una pagina contenente 8 parole, il primo livello di 
corrente di un primo stadio buffer 305 e maggiore 
di sette volte il secondo livello di corrente. In 
questo modo, 1' uscita combinata dei primi stadi 
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buffer 305 e a livello logico alto se almeno un 
segnale di dati sugli ingressi 315 ha un livello 
logico basso; il pilotaggio di corrente del primo 
stadio buffer 305 non pud essere superato 
dall ' assorbimento di corrente combinato di tutti i 
rimanenti primi stadi buffer 305. Similmente, 
l'uscita combinata dei primi stadi buffer 305 e a 
livello logico basso tanto se tutti i segnali di 
dati o ingressi 315 hanno un livello alto. Per una 
prima forma di realizzazione, il primo livello di 
corrente dei primi stadi buffer 305 viene scelto 
per essere molto maggiore del secondo livello di 
corrente dei primi stadi buffer 3 05 per ridurre il 
tempo di risposta della loro uscita combinata. Per 
una ulteriore forma di realizzazione , il primo 
livello di corrente viene scelto rispetto al 
secondo livello di corrente in modo tale che il 
tempo di risposta per una transizione del segnale 
combinato dei primi stadi buffer 305 da un livello 
logico basso ad un livello logico alto sia 
inferiore a circa 10 nS . Ciascun secondo stadio 
buffer 310 produce un segnale di uscita che pilota 
un primo livello di corrente quando un livello 
logico basso viene presentato sul suo ingresso e un 
segnale di uscita in grado di assorbire un secondo, 
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piu grande, livello di corrente quando un livello 
logico alto viene presentato sul suo ingresso. II 
secondo livello di corrente di ciascun secondo 
stadio buffer 310 viene scelto in modo che questo 
si-a maggiore del la somma dei primi livelli di 
corrente per ciascun secondo rimanente stadio 
buffer 310. Ad esempio, per una pagina contenente 
otto parole, il secondo livello di corrente di un 
secondo stadio buffer 310 e maggiore di sette volte 
il primo livello di corrente. In questo modo, 
I'uscita combinata dei second! stadi buffer 310 e a 
livello logico basso se almeno un segnale di dati 
sugli ingressi 315 ha un livello logico alto; 
1 1 assorbimento di corrente del secondo stadio 
buffer 310 non pud essere superato dal pilotaggio 
in corrente combinato di tutti i restanti secondi 
stadi buffer 310. Similmente, I'uscita combinata 
dei secondi stadi buffer 310 e un livello logico 
alto soltanto se tutti i segnali di dati sugli 
ingressi 315 hanno un livello logico basso. Per una 
prima forma di realizzazione, il secondo livello di 
corrente dei secondi stadi buffer 310 viene scelto 
per essere molto maggiore del primo livello di 
corrente dei secondi stadi buffer 310 per ridurre 
il tempo di risposta della loro uscita combinata. 
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Per una ulteriore forma di realizzazione, il 
secondo livello di corrente viene scelto rispetto 
al primo livello di corrente in modo tale per cui 
il tempo di risposta per una transizione del 
segnale combinato dei secondi stadi buffer 310 dal 
livello logico alto al livello logico basso sia 
inferiore a circa 10 nS . 

Le figure 3B e 3C mostrano schemi di un primo 
stadio buffer 305 ed un secondo stadio buffer 310, 
rispettivamente, per 1 ■ impiego nel circuito 200 di 
compressione di dati della figura 3A secondo una 
prima forma di realizzazione dell 1 invenzione . Il 
primo stadio buffer 3 05 comprende un primo 
transistore ad effetto di campo a canale p (pFET) 
350 e un primo transistore ad effetto di campo a 
canale n (nFET) 355 accoppiati in serie tra un 
primo nodo di potenziale 360 ed un secondo nodo di 
potenziale 365. Il primo nodo di potenziale 360 
viene accoppiato per ricevere un primo potenziale e 
il secondo nodo di potenziale 365 e accoppiato per 
ricevere un secondo potenziale inferiore al primo 
potenziale. Il primo nodo di potenziale 360 pud 
essere accoppiato per ricevere un potenziale di 
alimentazione quale Vcc . Il secondo nodo di 




SJ.B. 

ROM \ 



- 34 - 



un potenziale di massa quale Vss. 

II primo pFET 350 ed il primo nFET 3 55 hanno 
ciascuno i loro assorbitori accoppiati alia uscita 
del primo stadio buffer 305 e le loro porte 
accoppiate all 1 ingresso del primo stadio "buffer 305 
per ricevere il segnale di dati. II primo nFET 355 
e un dispositivo a canale n debole in modo che la 
sua conduttanza all ' attivazione sia bassa rispetto 
alia conduttanza all ' attivazione del primo pFET 
350. II risultato di cid e che il primo nFET 355 e 
in grado di assorbire una corrente relat ivamente 
piccola all ' attivazione mentre il primo pFET 350 e 
in grado di condurre una corrente relat ivamente 
grande all 1 attivazione . Per una forma di 
realizzazione , il primo nFET 355 ha un rapporto W/L 
che e piu piccolo del rapporto W/L del primo pFET 
350. Per una ulteriore forma di realizzazione, il 
primo nFET 355 ha un rapporto W/L di circa 3/10 
mentre il primo pFET 350 ha un rapporto W/L di 
circa 40/1. 

II circuito 200 di compressione di dati 
dovrebbe essere disabilitato nel f unzionamento 
normale e abilitato soltanto durante il collaudo 
desiderate Un metodo per disabilitare i circuiti 
2 00 di compressione di dati pud includere la 
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disabilitazione di ciascun primo stadio buffer 305. 
Come mostrato in figura 3B, il primo stadio buffer 
3 05 comprende inoltre un secondo pFET 3 70 ed un 
secondo nFET 375. II secondo pFET 370 e accoppiato 
■ tra- il primo nodo 360 di potenziale ed il primo 
pFET 350 ha la sua porta accoppiata per ricevere un 
primo segnale di abilitazione enJb . Il secondo nFET 
3 75 viene accoppiato tra il secondo nodo di 
potenziale 365 ed il primo nFET 355 ha la sua porta 
accoppiata per ricevere un secondo segnale di 
abilitazione en. II secondo segnale di abilitazione 
en pud essere il complemento binario del primo 
segnale di abilitazione enb in modo tale che il 
secondo pFET 370 ed il secondo nFET 375 siano 
ambedue attivati o ambedue disattivati. II secondo 
pFET 3 70 ed il secondo nFET 3 75 dovrebbero essere 
attivati durante il modo di collaudo a compressione 
di dati e disattivati durante il f unzionamento 
normale del dispositivo di memoria . La 
disattivazione del secondo pFET 370 e del secondo 
nFET 375 disabilita il primo stadio buffer 305, 
presentando quindi in tal modo un livello di 
impedenza elevato sulla sua uscita. Per una prima 
forma di realizzazione , il secondo pFET 370 ha la 
stessa larghezza del primo pFET 350, e il secondo 
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nFET 375 ha la stessa larghezza del primo nFET 355. 
Scegliendo la medesima larghezza di quest! 
transistori adiacenti comporta la semplif icazione 
dei transistori su un substrato semiconduttore . Per 
una ulteriore forma di realizzazione , il secondo 
pFET 370 ha un rapporto W/L di circa 40/1 mentre il 
secondo nFET 3 75 ha un rapporto W/L di circa 3.1. 

Come mostrato nella figura 3C, il secondo 
stadio buffer 310 include un primo pFET 380 ed un 
primo nFET 385 accoppiati in serie da un primo nodo 
di potenziale 3 90 ed un secondo nodo di potenziale 
395. Il primo nodo di potenziale 390 e accoppiato 
per ricevere un primo potenziale ed il secondo nodo 
di potenziale 3 95 e accoppiato per ricevere un 
secondo potenziale inferiore al primo potenziale. 
II primo nodo di potenziale 390 pud essere 
accoppiato per ricevere un potenziale di 
alimentazione quale Vcc . Il secondo nodo di 
potenziale 395 pud essere accoppiato per ricevere 
un potenziale di terra qual^.» ? Vss. Per una prima 
forma di realizzazione, il primo nodo di potenziale 
390 del secondo circuito buffer 310 ed il primo 
nodo di potenziale 390 del primo circuito buffer 
305 sono ciascuno accoppiati per ricevere il 
medesimo potenziale di alimentazione. Per una 
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ulteriore forma di realizzazione , il secondo nodo 
di potenziale 395 del secondo circuito buffer 310 
ed il secondo nodo di potenziale 365 del primo 
circuito buffer 305 sono ciascuno accoppiati per 
ricevere il medesimo potenziale di massa. 

II primo pFET 380 ed il primo nFET 385 hanno 
ciascuno i loro assorbitori accoppiati all 'uscita 
del secondo stadio buffer 310 e le loro porte 
accoppiate all 1 ingresso del secondo stadio buffer 
310 per ricevere i segnali di dati . Il primo pFET 
380 e un dispositivo a canale p debole tale che la 
sua conduttanza all ' attivazione sia bassa rispetto 
alia conduttanza all ' attivazione del primo nFET 
385. Il risultato e che il primo pFET 380 e in 
grado di condurre una corrente relat ivamente bassa 
all ' attivazione mentre il primo nFET 385 e in grado 
di assorbire una corrente relativamente grande 
all ' attivazione . Per una prima forma di 
realizzazione, il primo pFET 380 ha un rapporto W/L 
che e piu piccolo del rapporto W/L del primo nFET 
385. Per una ulteriore forma di realizzazione, il 
primo pFET 380 ha un rapporto W/L di circa 4/5 
mentre il primo nFET 385 ha un rapporto W/L di 
circa 20/1. 

Come indicato precedentemente , i circuit i 2 00 



- 38 - 



di compressione di dati dovrebbero essere 
disabilitati in condizioni di f unzionamento normale 
e abilitati soltanto durante il collaudo 
desiderato. Un metodo per disabilitare i circuiti 
200 di compressione di dati pud inoltre comprendere 
la disabilitazione di ciascun secondo stadio buffer 
310. Come mostrato in figura 3C, il secondo stadio 
buffer 310 comprende inoltre un secondo pFET 400 ed 
un secondo nFET 405. Il secondo pFET 400 e 
accoppiato tra il primo nodo di potenziale 3 90 ed 
il primo pFET 380 alia sua porta accoppiata per 
ricevere il primo segnale di abilitazione enJb . Il 
secondo nFET 4 05 e accoppiato tra il secondo nodo 
di potenziale 395 ed il primo nFET 385 ed ha la sua 
porta accoppiata per ricevere il secondo segnale di 
abilitazione en. Il secondo segnale en di 
abilitazione pud essere il complemento binario del 
primo segnale di abilitazione enb in modo tale che 
il secondo pFET 400 ed il secondo nFET 405 siano 
ambedue attivati o ambedue disattivati. Il secondo 
pFET 400 ed il secondo nFET 405 dovranno essere 
attivati durante il modo a collaudo a compressione 
di dati e disattivati durante il f unzionamento 
normale del dispositivo di memoria. La 
disattivazione del secondo pFET 400 ed il secondo 
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nFET 405 disabilita il secondo stadio buffer 310, 
presentando in tal modo un livello di impedenza 
elevata sulla sua uscita. Per una prima forma di 
realizzazione , il secondo pFET 400 ha la medesima 
larghezza del primo pFET 380 ed il secondo nFET 405 
alia stessa larghezza del primo nFET 385. 
Scegliendo la medesima larghezza di questi 
transistori adiacenti si semplifica la 

f abbricazione dei transistori su uno substrato 
semiconduttore . Per una ulteriore forma di 
realizzazione, il secondo pFET 400 ha un rapporto 
W/L di 4/1 mentre il secondo nFET 405 ha un 
rapporto W/L di 20/1. 

Il modo di collaudo a compressione di dati 
viene awiato o impostato in risposta ad una 
sequenza o conf igurazione di uno o piu segnali di 
controllo ricevuti dal dispositivo di memoria. Nel 
modo di collaudo a compressione di dati, i circuiti 
di compressione di dati sono attivati o abilitati . 
p er esempio, i segnali di abilitazione en ed enb 
possono essere sottoposti a transizione a livelli 
logici appropriati per attivare il primo ed il 
secondo dei circuiti buffer. Una conf igurazione di 
dati viene scritta nella schiera di memoria prima o 
dopo 1 ' abilitazione dei circuiti di compressione di 
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dati. Si accede quindi alia schiera di memoria per 
generare una pagina di uscita contenente due o piu 
parole, ciascuna parola contenendo uno o piu bit. 

II segnale dati per ciascun bit della parola 
nella pagina di uscita viene confrontato contro il 
suo bit corrispondente per ciascuna altra parola 
della pagina di uscita. Se i bit per ciascuna 
collocazione di bit in una parola coincidono per 
ciascuna parola nella pagina, le unita pilota di 
uscita non sono inibite, cioe, le unita pilota di 
uscita sono consentite essere sensibili al segnale 
di abilitazione di uscita e ai loro segnali di 
dati. Se una collocazione di bit in una parola ha 
un valore di segnali di dati che e diverso dalla 
collocazione di bit corrispondente in una qualsiasi 
altra parola della pagina, la unita pilota di 
uscita per quella collocazione di bit viene 
disabilitata quale che sia il valore del segnale di 
abilitazione di uscita o del segnale dei dati. Per 
un'altra forma di realizzazione , se una qualsiasi 
collocazione di bit in una parola ha un valore di 
segnale di dati che e diverso dalla collocazione di 
bit corrispondente in qualsiasi altra parola della 
pagina, le unita pilota di uscita per tutte le 
collocazioni di bit sono disabilitate quale che sia 
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il valore del segnale di abilitazione di uscita o 
dei segnali di dati. Il segnale di abilitazione di 
uscita viene fatto eseguire una transizione ad un 
livello logico indicativo del desiderio di porre in 
uscita dati; le unita pilota di uscita abilitate 
presenteranno un segnale dati sulle loro uscite e i 
piloti di uscita disabilitati presenteranno una 
impedenza elevata sulle loro uscite. 

Le condizioni delle unita pilota di uscita 
possono essere rivelate dall ' apparecchiatura di 
collaudo come diversi livelli di potenziale, ad 
esempio, un segnale dati avente un primo livello 
logico per un pilota di uscita abilitato pud essere 
rappresentato da un primo livello di potenziale, un 
segnale dati avente un secondo livello logico per 
una unita pilota di uscita abilitata pud essere 
rappresentato da un secondo livello di potenziale 
ed un segnale di dati avente un qualsiasi livello 
logico per una unita pilota di uscita disabilitata 
pud essere rappresentato da un livello di 
potenziale intermedio tra il primo livello di 
potenziale ed il secondo livello di potenziale. Il 
primo livello di potenziale pud essere il 
potenziale di alimentazione quale Vcc, il secondo 
livello di potenziale pud essere un potenziale di 
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massa quale Vss e il potenziale a livello 
intermedio pud essere approssimat ivamente Vcc/2 . In 
risposta ad una o piu unita pilota di uscita 
disabilitate, quando si prevede una uscita, 
1 1 apparecchiatura di collaudo pud ritenere che il 
dispositivo sotto prova (DUT) sia avariato. Si 
prevede una uscita quando il segnale di 
abilitazione di uscita quale il segnale di 
controllo OE# e fornito al DUT ed ha un livello 
logico indicativo di un desiderio di fornire 
un ' uscita . 

Si deve notare che una collocazione di bit pud 
contenere il valore di dati errato in ciascuna 
parola della pagina. Anche se cio non provochera la 
disabilitazione di una unita pilota di uscita, dato 
che ciascuna parola conterra lo stesso valore di 
dati per la locazione di bit, cio dara origine ad 
un valore di dati erroneo fornito sulla linea DQ. 
Conseguentemente 1 1 apparecchiatura di collaudo 
dovra ancora confrontare il valore di dati letto 
dalla schiera di memoria rispetto al vapore di 
conf igurazione di dati scritto nella schiera di 
memoria per determinare 1 1 avaria del DUT se i 
segnali di dati sono forniti su ciascuna linea DQ . 

Se il DUT passa per una parola, cioe ad 
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esempio la prima parola, letta dalla pagina, si 
ritiene che passi per ciascuna parola della pagina. 
Tale collaudo verrebbe quindi ripetuto per pagine 
aggiuntive di uscita del DUT, leggendo soltanto una 
parola da ciascuna pagina per determinare la avaria 
o 1 1 accettabilita del dispositive Una prova di 
verifica di scrittura effettuata secondo 
1 ' invenzione pud migliorare eccezionalmente il 
tempo richiesto per tali collaudi. Con una avaria o 
accettabilita del dispositivo determinabile in 
seguito alia lettura di soltanto una parola da 
ciascuna pagina, la lettura delle parole restanti 
della pagina pud essere aggirata, eliminando quindi 
tempo che sarebbe stato necessario per leggere tali 
parole aggiunt ive . 

CONCLUSIONE 

Sono stati descritti dispositivi di memoria 
avente un modo di f unzionamento normal e ed un modo 
di f unzionamento a collaudo. II modo di 
f unzionamento a collaudo include un modo di 
collaudo a compressione di dati . Nel modo di 
collaudo a compressione di dati, la lettura di una 
parola di una pagina di uscita fornisce una 
indicazione dei valori di dati delle parole 
restanti della pagina di uscita. II tempo 
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necessario per leggere e verificare una 
conf igurazione di prova ripetitiva piid essere 
ridotto in quanto soltanto una parola di ciascuna 
pagina di uscita richiede di essere letta per 
determinare la capacita del dispositivo di memoria 
a scrivere e memorizzare accuratamente valori di 
dati. I dispositivi di memoria includono circuiti 
di compressione di dati per confrontare valori di 
dati per ciascuna collocazione di bit di ciascuna 
parola della pagina di uscita. L ' uscita viene 
selet tivamente disabilitata se una collocazione di 
bit per una parola della pagina di uscita ha un 
valore dati differente da qualsiasi altra parola 
restante nella pagina di uscita. L 1 apparecchiatura 
di collaudo pud rivelare 1 'uscita disabilitata e 
ritenere che un dispositivo e in avaria se la 
uscita e disabilitata quando si prevede una uscita. 
Confrontando le collocazioni di bit interne al 
dispositivo di memoria, 1 ■ apparecchiatura di 
collaudo richiede soltanto una parola di ciascuna 
pagina per determinare se tutte le parole della 
pagina coincidono con la conf igurazione di prova 
ripetitiva. Leggendo soltanto una parola di una 
pagina di uscita, il tempo di collaudo pud essere 
ridotto ad una frazione del tempo richiesto per 




leggere ciascuna parola della pagina di uscita. 

Anche se siano state illustrate e qui 
descritte specifiche forme di realizzazione, sara 
compreso da parte di coloro che sono ordinariamente 
esperti nel ramo che qualsiasi disposizione che e 
calcolata per raggiungere lo stesso scopo pud 
essere sostituita alle specifiche forme di 
realizzazione mostrate. Numerosi adattamenti 
dell 1 invenzione saranno chiari a coloro che 
possiedono una ordinaria esperienza nel ramo. 
Conseguentemente , questa domanda e intesa a 
proteggere qualsiasi adattamento o variazione 
dell ' invenzione. E manif estamente inteso che questa 
invenzione sia limitata soltanto dalle seguenti 
rivendicazioni e loro equivalenti . 
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RIVENDICAZIONI 
1. Circuito (200) a compressione di dati in un 
dispositivo di memoria (101), comprendente : 
un primo circuito logico (205) per ricevere 
segnali di dati corrispondent i ad una data 
collocazione di bit di ciascuna parola di 
una pagina di uscita del dispositivo di 
memoria (101) e per fornire un primo 
segnale di uscita indicativo del fatto che 
ciascun segnale di dati abbia un primo 
livello logico; 
un secondo circuito logico (210) per ricevere 
segnali di dati corrispondent i alia data 
collocazione di bit di ciascuna parola 
della pagina di uscita del dispositivo di 
memoria (101) e per fornire un secondo 
segnale di uscita indicativo del fatto che 
ciascun segnale di dati ha un secondo 
livello logico diverso dal primo livello 
logico; e 

un terzo circuito logico (225) per ricevere il 
primo segnale di uscita e il secondo 
segnale di uscita e per fornire un terzo 
segnale di uscita indicativo del fatto che 
ciascun segnale di dati ha lo stesso 
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livello logico. 
Circuito (200) di compressione di dati della 
rivendicazione 1, in cui il primo circuito 
logico (205) ultimamente comprende : 
una molteplicita di ingressi, in cui gli 
ingressi sono accoppiati per ricevere 
segnali di dati corrispondent i alia data 
collocazione di bit di ciascuna parola 
della pagina di usci'ta del dispositivo di 
memoria (101) ; 
una uscita, in cui 1 'uscita del primo circuito 
logico (205) ha un primo livello logico 
quando ciascun ingresso riceve un segnale 
di dati avente un livello logico basso ed 
un secondo livello logico quando un 
qualsiasi ingresso riceve un segnale di 
dati avente un livello logico alto. 
Circuito di compressione di dati (200) della 
rivendicazione 2, in cui il primo livello 
logico del primo circuito logico (205) e un 
livello logico alto e il secondo livello logico 
del primo circuito logico (205) e un livello 
logico basso. 

Circuito (200) di compressione di dati della 
rivendicazione 1, in cui il secondo circuito 
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logico (210) comprende ulteriormente: 
una molteplicita di ingressi in cui gli 
ingressi sono accoppiati per ricevere 
segnali di dati corrispondenti alia data 
collocazione di bit di ciascuna parola 
della pagina di uscita del dispositivo di 
memoria (101) ; e 
una uscita, in cui 1 'uscita del secondo 
circuito logico (210) ha un primo livello 
logico e quando ciascun ingresso riceve un 
segnale di dati avente il livello logico 
alto ed un secondo livello logico quando un 
qualsiasi ingresso riceve un segnale di 
dati avente il livello logico basso. 
Circuito di compressione di dati (200) della 
rivendicazione 4, in cui il primo livello 
logico del secondo circuito logico (210) e un 
livello logico basso ed il secondo livello 
logico del secondo circuito logico (210) e un 
livello logico alto. 

Circuito di compressione di dati (200) della 
rivendicazione 1, ulteriormente comprendente : 
in cui il primo circuito logico (205) 
ulteriormente comprende : 

una molteplicita di ingressi in cui gli 



8X8* 



- 49 - 



ingressi sono accoppiati per ricevere 
segnali di dati corrispondent i alia data 
collocazione di bit di ciascuna parola 
della pagina di uscita del dispositivo di 
memoria (101) ; e 

una uscita in cui 1' uscita del primo circuito 
logico (205) ha un primo livello logico 
quando ciascun ingresso riceve un segnale 
di dati avente un livello logico basso ed 
un secondo livello logico quando un 
qualsiasi ingresso riceve un segnale di 
dati avente un livello logico alto; 

in cui il secondo circuito logico (210) 

ulteriormente comprende : 

una molteplicita di ingressi in cui gli 
ingressi sono accoppiati per ricevere dati 
corrispondenti alia data collocazione di 
bit di ciascuna parola della pagina di 
uscita del dispositivo di memoria; e 

una uscita, in cui 1 'uscita del secondo 
circuito logico (210) ha un primo livello 
logico quando ciascun ingresso riceve un 
segnale di dati avente il livello logico 
alto ed un secondo livello logico quando un 
qualsiasi ingresso riceve un segnale di 



- 50 - 



ciati avente il livello logico basso; e 
in cui il terzo circuito logico (225) 
ulteriormente comprende : 

un primo ingresso per ricevere 1 'uscita del 
primo circuito logico (205) ; 

un secondo ingresso per ricevere 1' uscita del 
secondo circuito logico (210) ; e 

un'uscita (230) in cui 1 'uscita (230) del terzo 
circuito logico (225) ha un primo livello 
logico quando 1' uscita del primo circuito 
logico (205) ha il suo primo livello 
logico ; 

in cui 1 'uscita (230) del terzo circuito logico 
(225) ha il suo primo livello logico quando 
1' uscita del secondo circuito logico (210) 
ha il suo primo livello logico; e 
in cui l'uscita (230) del terzo circuito logico 
(22 5) ha un secondo livello logico quando 
l'uscita del primo circuito logico (205) ha 
il suo secondo livello logico e l'uscita 
del secondo circuito logico (210) ha il suo 
secondo livello logico. 
Circuito di compressione dati (200) della 
rivendicazione 6, in cui il primo livello 
logico del primo circuito logico (205) e 
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diverso dal primo livello logico del secondo 
circuito logico (210) . 

8. Circuito di compressione dati (200) della 
rivendicazione 7 , in cui il primo livello 
logico del primo circuito logico (205) e un 
livello logico alto, il secondo livello logico 
del primi circuito logico (205) e un livello 
logico basso, il primo livello logico del 
secondo circuito logico (210) e un livello 
logico basso ed il secondo livello logico del 
secondo circuito logico (210) e un livello 
logico alto. 

9. Circuito di compressione dati della 
rivendicazione 1, in cui il primo circuito 
logico (205) e una porta OR (205a) . 

10. Circuito di compressione dati della 
rivendicazione 1, in cui il primo circuito 
logico (205) e una porta NOR (205b) . 

11. Circuito di compressione dati della 
rivendicazione 1, in cui il secondo circuito 
logico (210) e una porta AND (210a) . 

12. Circuito di compressione dati della 
rivendicazione 1, in cui il secondo circuito 
logico (210) e una porta NAND (210b) . 

13. Circuito di compressione dati della 
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rivendicazione 1, in cui il primo circuito 
logico (205) e una porta OR (205a) ed il 
secondo circuito logico (210) e una porta AND 
(210a) . 

14. Circuito di compressione dati della 
rivendicazione 1, in cui il primo circuito 
logico (205) e una porta NOR (205b) ed il 
secondo circuito logico (210) e una porta NAND 
(210b) . 

15. Circuito di compressione dati della 
rivendicazione 1, in cui il terzo circuito 
logico (225) e una porta XOR (225a) . 

16. Circuito di compressione dati della 
rivendicazione 1, in cui il terzo circuito 
logico (225) e una porta XNOR (225b) . 

17. Circuito di compressione dati (200) della 
rivendicazione 1, ulteriormente comprendente : 
in cui il primo circuito logico (205) ha una 

molteplicita di ingressi ed una uscita, 
in cui ciascun ingresso e accoppiato per 
ricevere un segnale di dati corrispondente 
alia data collocazione di bit di ciascuna 
parola della pagina di uscita del 
dispositivo di memoria (101) in una 
relazione uno-a-uno, ed in cui 1 'uscita del 
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primo circuito logico (205) ha un primo 
livello logico quando ciascun ingresso 
riceve un segnale di dati avente un livello 
logico basso ed un secondo livello logico 
quando un qualsiasi ingresso riceve un 
segnale di dati avente un livello logico 
alto ; 

in cui il secondo circuito logico (210) ha una 
molteplicita di ingressi ed una uscita, in 
cui ciascun ingresso e accoppiato per 
ricevere segnali di dati corrispondent i 
alia data collocazione di bit di ciascuna 
parola della pagina di uscita del 
dispositive di memoria (101) in una 
relazione uno-a-uno, ed in cui 1 'uscita del 
secondo circuito logico (210) ha un primo 
livello logico quando ciascun ingresso 
riceve un segnale di dati avente il livello 
logico alto ed un secondo livello logico 
quando un qualsiasi ingresso riceve un 
segnale di dati avente il livello logico 
basso ; 

in cui il terzo circuito logico (225) ha un 
primo ingresso per ricevere 1' uscita del 
primo circuito logico, un secondo ingresso 
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per ricevere l'uscita del secondo circuito 
logico, ed una uscita (230) ; 
in cui l'uscita (230) del terzo circuito logico 
(225) ha un primo livello logico quando 
l'uscita del primo circuito logico (205) ha 
il suo primo livello logico; 
in cui l'uscita (230) del terzo circuito logico 
(225) ha il suo primo livello logico quando 
l'uscita del secondo circuito logico (210) 
ha il suo primo livello logico; e 
in cui l'uscita (230) del terzo circuito logico 
(225) ha un secondo livello logico quando 
l'uscita del primo circuito logico (205) ha 
il suo secondo livello logico e l'uscita 
del secondo circuito logico (210) ha il suo 
secondo livello logico. 
Circuito (200) di compressione dati della 
rivendicazione 1, ulteriormente comprendente : 
in cui il primo circuito logico (205) comprende 
ulteriormente una molteplicita di primi 
stadi buffer (305) , ciascun primo stadio 
buffer (305) avente un ingresso per 
ricevere un segnale di dati per una data 
collocazione di bit di una parola della 
pagina di uscita del dispositivo di memoria 
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(101) ed avendo una uscita, in cui ciascun 
primo stadio buffer (305) e accoppiato per 
ricevere un segnale dati per la data 
collocazione di bit di una diversa parola 
della pagina di uscita ed in cui ■ ciascun 
primo stadio buffer (305) ha la sua uscita 
accoppiata alle uscite dei rimanenti primi 
stadi buffer (305) ; 

in cui il secondo circuito logico (210) 
comprende inoltre una moltepl icita di 
secondi stadi buffer (310) , ciascun secondo 
stadio buffer (310) avendo un ingresso per 
ricevere un segnale dati per la data 
collocazione di bit di una parola della 
pagina di uscita del dispositivo di memoria 
ed avendo una uscita, in cui ciascun 
secondo stadio buffer (310) e accoppiato 
per ricevere un segnale dati per la data 
collocazione di bit di una diversa parola 
della pagina di uscita ed in cui ciascun 
secondo stadio buffer (310) ha la sua 
uscita accoppiata alle uscite dei rimanenti 
secondi stadi buffer; 

in cui il terzo circuito logico (225, 325) 
comprende ulteriormente un primo ingresso 
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accoppiato alle uscite dei primi stadi 
buffer (305) , un secondo ingresso 
accoppiato alle uscite dei second! stadi 
buffer (310) , ed una uscita (230) per 
fornire un segnale di controllo; 
in cui il primo ingresso del terzo circuito 
logico (225, 325) ha un primo livello 
logico quando il segnale dati per la data 
collocazione di bit di ciascuna parola 
della pagina di uscita ha un livello logico 
basso e il primo ingresso del terzo 
circuito logico (225, 325) ha un secondo 
livello logico quando il segnale dati per 
la data collocazione bit di una qualsiasi 
parola della pagina di uscita ha un livello 
logico alto; 

in cui il secondo ingresso del terzo circuito 
logico (225, 325) ha un primo livello 
logico quando il segnale dati per la data 
collocazione di bit di ciascuna parola 
della pagina di uscita ha un livello logico 
alto ed il secondo ingresso del terzo 
circuito logico (225, 325) ha un secondo 
livello logico quando il segnale dati per 
la data collocazione di bit di una 
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qualsiasi parola della pagina di uscita ha 
un livello logico basso; 

in cui il segnale di controllo ha un primo 
livello logico quando il primo ingresso del 
terzo circuito logico (225, 325) ha il suo 
primo livello logico; 

in cui il segnale di controllo ha un primo 
livello logico quando il secondo ingresso 
del terzo circuito logico (225, 325) ha il 
suo primo livello logico; e 

in cui il segnale di controllo ha un secondo 
livello logico quando il primo ingresso del 
terzo circuito logico (225, 325) ed il 
secondo ingresso del terzo circuito logico 
(225, 325) hanno ciascuno i loro secondi 
livelli logici. 

19. Circuito di compressione dati (200) della 
rivendicazione 18, in cui ciascun primo stadio 
buffer (305) assorbe un primo livello di 
corrente in risposta ad un segnale di dati 
avente un livello logico alto e pilota un 
secondo maggiore, livello di corrente in 
risposta ad un segnale dati avente un livello 
logico basso. 

20. Circuito di compressione dati (200) della 
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rivendicazione 19, in cui il secondo livello di 
corrente per un primo stadio buffer (305) ha 
una ampiezza maggiore del primo livello di 
corrente per ciascun rimanente primo stadio 
buffer (305) combinato. 

Circuito di compressione dati (200) della 
rivendicazione 18, in cui ciascun secondo 
stadio buffer (310) assorbe un primo livello di 
corrente in risposta ad un segnale di dati 
avente un livello logico alto e pilota un 
secondo, piu basso, livello di corrente in 
risposta ad un segnale di dati avente un 
livello logico basso. 

Circuito di compressione dati (200) della 
rivendicazione 21, in cui il primo livello di 
corrente per un secondo stadio buffer (310) e 
di ampiezza maggiore del secondo livello di 
corrente per ciascun rimanente secondo stadio 
buffer (305) combinato. 

Circuito di compressione dati (200) della 
rivendicazione 18, in cui ciascun primo stadio 
buffer (305) e accoppiato per ricevere un 
segnale dati corrispondente ad una diversa 
parola della pagina di uscita ed in cui vi e un 
primo stadio buffer (3 05) per ciascuna parola 
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della pagina di uscita. 

24. Circuito di compressione dati (200) della 
rivendicazione 18, in cui ciascun secondo 
stadio buffer (310) e accoppiato per ricevere 
un segnale di dati corrispondente ad una 
diversa parola della pagina di uscita ed in cui 
vi e un secondo stadio buffer (310) per 
ciascuna parola della pagina di uscita. 

25. Circuito di compressione dati (200) della 
rivendicazione 18, in cui ciascun primo stadio 
buffer (305) e ciascun secondo stadio buffer 
(310) sono ulteriormente accoppiati per 
ricevere almeno un segnale di controllo per 
disabilitare selettivamente gli stadi buffer 
(305, 310) . 

26. Circuito di compressione dati (200) della 
rivendicazione 25, in cui ciascun primo stadio 
buffer (305) e un circuito buffer tri-state ed 
almeno un segnale di controllo pone 

r, 

}\ selettivamente in tri-state ciascun primo 

i i 

stadio buffer (305) . 

27. Circuito di compressione dati (200) della 
rivendicazione 25, in cui ciascun secondo 
stadio buffer (310) e un circuito buffer tri- 
state e lo almeno un segnale di controllo 
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selettivamente pone in tri-state ciascun 
secondo stadio buffer (310) . 

Circuito (200) di compressione dati della 
rivendicazione 1, ulteriormente comprendente : 
in cui il primo circuito logico (205) comprende 
ulteriormente una molteplicita di primi 
stadi buffer (305) , ciascun primo stadio 
buffer (305) avendo un ingresso accoppiato 
per ricevere un segnale di dati per la data 
collocazione di bit di una parola della 
pagina di uscita del dispositivo di memoria 
(101) ed avendo una uscita, in cui le 
uscite dei primi stadi buffer (305) sono 
accoppiate in comune ed in cui ciascun 
primo stadio buffer (305) comprende 
ulteriormente : 
un primo transistore ad effetto di campo a 
canale p (350) avente una porta accoppiata 
all 1 ingresso del suo primo stadio buffer 
(305) , una sorgente accoppiata ad un primo 
nodo di potenziale (360) , ed un assorbitore 
accoppiato all' uscita del suo primo stadio 
buffer (305) ; e 
un primo transistore ad effetto di campo a 
canale n (355) avente una porta accoppiata 
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all * ingresso del suo primo stadio buffer 
(305) , una sorgente accoppiata ad un 
secondo nodo di potenziale (3 65) , ed un 
assorbitore accoppiato all'uscita del suo 
primo stadio buffer (305) / 
in cui il primo nodo di potenziale (360) e 
accoppiato per ricevere un primo potenziale 
ed il secondo nodo di potenziale (365) e 
accoppiato per ricevere un secondo 
potenziale piu basso del primo potenziale; 
e 

in cui il primo transistore ad effetto di campo 
a canale p (350) e dimensionato per avere 
una conduttanza all ' attivazione che e 
superiore alia conduttanza all ' attivazione 
per il primo transistore ad effetto di 
campo a canale n (355) ; 

in cui il secondo circuito logico (210) 
comprende ulteriormente una molteplicita di 
secondi stadi buffer (310) , ciascun secondo 
stadio buffer (310) avendo un ingresso 
accoppiato per ricevere un segnale di dati 
per la data collocazione di bit di una 
parola della pagina di uscita del 
dispositivo di memoria (101) ed avendo una 
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uscita, in cui le uscite dei secondi stadi 
buffer (310) sono accoppiate in comune ed 
in cui ciascun secondo stadio buffer (310) 
ul teriormente comprende : 

un primo transistore ad effetto di campo a 
canale p (380) avente una porta accoppiata 
all ' ingresso del suo secondo stadio buffer 
(310) , una sorgente accoppiata ad un primo 
nodo di potenziale (390), ed un assorbitore 
accoppiato alia uscita del suo secondo 
stadio buffer (310) ; e 

un primo transistore ad effetto di campo a 
canale n (385) avente una porta accoppiata 
all* ingresso del suo secondo stadio buffer 
(310), una sorgente accoppiata ad un 
secondo nodo di potenziale (395) , ed un 
assorbitore accoppiato all' uscita del suo 
secondo stadio buffer (310) ; 

in cui il primo nodo di potenziale (3 90) e 
accoppiato per ricevere un primo potenziale 
ed il secondo nodo di potenziale (395) e 
accoppiato per ricevere un secondo 
potenziale inferiore al primo potenziale; 
ed 

in cui il primo transistore ad effetto di campo 
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a canale p (380) e dimensionato per avere 
una conduttanza all ' att ivazione che e 
inferiore alia conduttanza all ' at t ivazione 
per il primo transistore ad effetto di 
campo a canale n (385) ; e 
in cui il terzo circuito logico (225) comprende 
ulteriormente un primo ingresso accoppiato 
alle uscite accoppiate in comune dei primi 
stadi buffer (3 05) , un secondo ingresso 
accoppiato alle uscite accoppiate in comune 
dei secondi stadi buffer (310) ed una 
uscita (230), in cui I'uscita (230) ha un 
primo livello logico quando livelli logici 
ricevuti sui primi e secondi ingressi sono 
identici ed un secondo livello logico 
quando i livelli logici ricevuti sui primi 
e secondi ingressi dif f eriscono . 

29. Circuito di compressione dati (200) secondo la 
rivendicazione 28, in cui il primo transistore 
ad effetto di campo a canale p (350) di un 
primo stadio buffer (305) ha un maggiore 
rapporto W/L rispetto al primo transistore ad 
effetto di campo a canale n (355) del primo 
stadio buffer (305) . 

30. Circuito di compressione dati (200) secondo la 
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rivendicazione 29, in cui il primo transistore 
ad effetto di campo a canale p (350) del primo 
stadio buffer (305) ha un rapporto W/L di circa 
40/1 ed il primo transistore ad effetto di 
campo a canale n (355) del primo stadio buffer 
(305) ha un rapporto W/L di circa 3/10. 

31. Circuito di compressione dati (200) della 
rivendicazione 28, in cui il primo transistore 
ad effetto di campo a canale p (380) di un 
secondo stadio buffer (310) ha un piu piccolo 
rapporto W/L rispetto al primo transistore ad 
effetto di campo a canale n (385) del secondo 
stadio buffer (310) . 

32. Circuito di compressione dati (200) della 
rivendicazione 31, in cui il primo transistore 
ad effetto di campo a canale p (380) del 
secondo stadio buffer (310) ha un rapporto W/L 
di circa 4/5 ed il primo transistore ad effetto 
di campo a canale n (385) del secondo stadio 
buffer (310) ha un rapporto W/L di circa 20/1. 

33. Circuito di compressione dati (200) della 
rivendicazione 28, in cui ciascun primo stadio 
buffer (305) e accoppiato per ricevere un 
segnale di dati corrispondente ad una diversa 
parola della pagina di uscita ed in cui vi e un 
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primo stadio buffer (305) per ciascuna parola 
della pagina di uscita. 

Circuito di compressione dati (200) della 
rivendicazione 28 , in cui ciascun secondo 
stadio buffer (310) viene accoppiato per 
ricevere un segnale di dati corrispondente ad 
una diversa parola della pagina di uscita ed in 
cui vi e un secondo stadio buffer (310) per 
ciascuna parola della pagina di uscita. 
Circuito di compressione dati (200) della 
rivendicazione 28, in cui il primo nodo di 
potenziale (360) di un primo stadio buffer 
(305) e accoppiato per ricevere un potenziale 
di alimentazione , 

Circuito di compressione dati (200) della 
rivendicazione 28, in cui il secondo nodo di 
potenziale (365) di un primo stadio buffer 
(305) e accoppiato per ricevere un potenziale 
di massa. 

Circuito di compressione dati (200) della 
rivendicazione 28, in cui il primo nodo di 
potenziale (390) di un secondo stadio buffer 
(310) e accoppiato per ricevere un potenziale 
di alimentazione . 

Circuito di compressione dati (200) della 
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rivendicazione 28, in cui il secondo nodo di 
potenziale (395) di un secondo stadio buffer 
(310) e accoppiato per ricevere un potenziale 
di massa. 

Circuito di compressione dati (200) della- 
rivendicazione 28, in cui il primo nodo di 
potenziale (360) di ciascun primo stadio buffer 
(305) ed il primo nodo di potenziale (390) di 
ciascun secondo stadio buffer (310) sono 
accoppiati ciascuno per ricevere il medesimo 
potenziale di alimentazione . 

Circuito di compressione dati (200) della 
rivendicazione 28, in cui il secondo nodo di 
potenziale (365) di ciascun primo stadio buffer 
(305) ed il secondo nodo di potenziale (395) di 
ciascun secondo stadio buffer (310) sono 
ciascuno accoppiati per ricevere il medesimo 
potenziale di massa. 

Circuito di compressione dati (200) della 
rivendicazione 28, ulteriormente comprendente : 
in cui ciascun primo stadio buffer (305) 
ulteriormente comprende un secondo 
transistore ad effetto di campo a canale p 
(370) accoppiato tra il primo nodo di 
potenziale (360) ed il primo transistore ad 
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effetto di campo a canale p (350) ed un 
secondo transistore ad effetto di campo a 
canale n (375) accoppiato tra il secondo 
nodo di potenziale (365) ed il primo 
transistore ad effetto di campo a canale n 
(355) ; 

in cui il secondo transistore ad effetto di 
campo a canale p (370) ha una porta 
accoppiata per ricevere un primo segnale di 
abilitazione ; e 
in cui il secondo transistore ad effetto di 
campo a canale n (375) ha una porta 
accoppiata per ricevere un secondo segnale 
di abilitazione diverso dal primo segnale 
di abilitazione. 
Circuito di compressione dati (200) della 
rivendicazione 41, in cui il secondo segnale di 
abilitazione e il complemento binario del primo 
segnale di abilitazione. 

Circuito di compressione dati (200) della 
rivendicazione 28, ulteriormente comprendente : 
in cui ciascun secondo stadio buffer (310) 
ulteriormente comprende un secondo 
transistore ad effetto di campo a canale p 
(400) accoppiato tra il primo nodo di 
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potenziale (390) ed il primo transistore ad 
effetto di campo a canale p (380) ed un 
secondo transistore ad effetto di campo a 
canale n (405) accoppiato tra il secondo 
-nodo di potenziale (395) ed il primo 
transistore ad effetto di campo a canale n 
(385) ; 

in cui il secondo transistore ad effetto di 
campo a canale p (400) ha una porta 
accoppiata per ricevere un primo segnale di 
abilitazione ; e 

in cui il secondo transistore ad effetto di 
campo a canale n (4 05) ha una porta 
accoppiata per ricevere un secondo segnale 
di abilitazione diverso dal primo segnale 
di abilitazione. 

44. Circuito di compressione dati (200) della 
rivendicazione 43, in cui il secondo segnale di 
abilitazione e il complemento binario del primo 
segnale di abilitazione. 

45. Dispositivo di memoria (101), comprendente : 

un circuito di compressione dati (200) avente 
una molteplicita di ingressi per ricevere 
segnali di dati ed una uscita (230) per 
fornire un primo segnale di controllo, in 
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46. 

il 

' i 
I i 

47. 



cui il circuito di compressione dati (200) 
ha i suoi ingressi accoppiati per ricevere 
segnali di dati rappresentat ivi di valori 
di dati per una data collocazione di bit di 
ciascuna parola di una pagina di uscita del 
dispositivo di memoria (101), ed in cui il 
primo segnale di controllo ha un primo 
livello logico quando i segnali di dati per 
la prima collocazione di bit coincidono ed 
un secondo livello logico quando qualsiasi 
segnale di dati per la data collocazione di 
bit differisce; e 
un circuito pilota di uscita (142) per fornire 
un 1 uscita indicativa di un segnale di dati, 
in cui il circuito pilota di uscita (142) e 
disabilitato quando il primo segnale di 
controllo ha il secondo livello logico. 
Dispositivo di memoria (101) della 

rivendicazione 45, in cui il circuito pilota di 
uscita (142) e sensibile ad un secondo segnale 
di controllo ed i suoi segnali di dati quando 
il primo segnale di controllo ha il primo 
livello logico. 

Dispositivo di memoria (101) della 

rivendicazione 46, in cui il secondo segnale di 
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controllo e un segnale di abilitazione globale 
di uscita. 

Dispositivo di memoria (101) della 

rivendicazione 46, in cui il primo segnale di 
controllo ed il secondo segnale di controllo 
sono combinati come parte di un segnale globale 
di inibizione ed il circuito pilota di uscita 
(142) e sensibile al segnale globale di 
inibizione . 

Dispositivo di memoria (101) della 

rivendicazione 45, ulteriormente comprendente : 
un circuito addizionale di compressione dati 
(200) avente una molteplicita di ingressi 
per ricevere segnali di dati ed una uscita 
(230) per fornire un terzo segnale di 
controllo, in cui il circuito (200) di 
compressione dati ha i suoi ingressi 
accoppiati per ricevere segnali di dati 
rappresentativi di valori di dati per una 
diversa data collocazione di bit di 
ciascuna parola della pagina di uscita del 
dispositivo di memoria (101) , ed in cui il 
terzo segnale di controllo possiede un 
primo livello logico quando i segnali di 
dati per la diversa collocazione data di 
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bit coincidono ed un secondo livello logico 
quando qualsiasi segnale di dati per la 
diversa collocazione di bit data 
differisce; e 
un circuito pilota di uscita aggiuntivo (142) 
per fornire un segnale di uscita indicativo 
di un segnale di dati, in cui il circuito 
pilota di uscita aggiuntivo (142) viene 
disabilitato quando il terzo segnale di 
controllo ha il secondo livello logico. 
Dispositivo di memoria (101) della 

rivendicazione 49, in cui il circuito pilota di 
uscita aggiuntivo (142) e sensibile al secondo 
segnale di controllo ed il suo segnale dati 
quando il terzo segnale di controllo ha il 
primo livello logico. 

Dispositivo di memoria (101) della 

rivendicazione 49, in cui il circuito pilota 
aggiuntivo di uscita (142) viene disabilitato 
quando il primo segnale di controllo o il terzo 
segnale di controllo ha il suo secondo livello 
logico . 

Dispositivo di memoria (101) della 

rivendicazione 49, in cui il primo segnale di 
controllo ed il terzo segnale di controllo sono 
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combinati come parte di un segnale globale di 
inibizione e ciascun circuito pilota di uscita 
(142) e sensibile al segnale globale di 
inibizione . 

. .. -53. Dispositivo di memoria (101) della 

rivendicazione 52, in cui il primo segnale di 
controllo ed il terzo segnale di controllo sono 
combinati come parte di un segnale globale di 
inibizione, in cui il segnale globale di 
inibizione ed il secondo segnale di controllo 
sono combinati come un segnale di controllo 
combinato, ed in cui ciascun circuito pilota di 
uscita (142) e sensibile al segnale di 
controllo combinato . 

54. Dispositivo di memoria (101) della 
rivendicazione 52, in cui il segnale di 
controllo per ciascun circuito (200) di 
compressione dati ed il secondo circuito di 
controllo sono posti in OR per generare un 

i\ segnale di controllo combinato, ed in cui 

ciascun circuito pilota di uscita (142) e 
sensibile al segnale di controllo combinato. 

55. Dispositivo di memoria (101) della 
rivendicazione 49, in cui ciascun circuito 
pilota di uscita (142) viene disabilitato se un 
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qualsiasi segnale di controllo di un circuito 
(200) di compressions dati e indicativo di una 
non coincidenza da un valore di dati per una 
collocazione di bit di una prima parola della 
pagina di uscita ed il valore di dati per la 
sua collocazione di bit corrispondente di una 
qualsiasi parola restante della pagina di 
uscita . 

Dispositivo di memoria (101) della 

rivendicazione 49, ulteriormente comprendente 
un circuito (200) di compressione di dati ed un 
circuito pilota di uscita (142) corrispondente 
a ciascuna collocazione di bit di una parola 
della pagina di uscita del dispositivo di 
memoria (101) . 

Dispositivo di memoria (101) della 

rivendicazione 45, in cui il circuito di 

compressione dati (200) comprende ; 

un primo circuito logico (205) per ricevere i 
segnali di dati corrispondent i alia data 
collocazione di bit di ciascuna parola 
della pagina di uscita del dispositivo di 
memoria (101) e per fornire un primo 
segnale di uscita indicativo del fatto che 
ciascun segnale di dati abbia un primo 



- 74 - 



livello logico; 
un secondo circuito logico (210) per ricevere i 
segnali di dati corrispondent i alia data 
collocazione di bit di ciascuna parola 
della pagina di uscita del dispositivo di 
memoria (101) e per fornire un secondo 
segnale di uscita indicativo del fatto che 
ciascun segnale di dati abbia un secondo 
livello logico diverso dal primo livello 
logico; e 

un terzo circuito logico (225) per ricevere il 
primo segnale di uscita ed il secondo 
segnale di uscita e per fornire il primo 
segnale di controllo indicativo del fatto 
che ciascun segnale di dati abbia lo stesso 
livello logico. 
58. Dispositivo di memoria (101) della 

rivendicazione 45, in cui il circuito di 
compressione dati (200) comprende : 
un primo circuito logico (2 05) comprendente : 
una molteplicita di ingressi, in cui gli 
ingressi sono accoppiato per ricevere i 
segnali di dati corrispondent i alia data 
collocazione di bit di ciascuna parola 
della pagina di uscita del dispositivo di 
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memoria (101) ; e 
una uscita in cui l'uscita del primo circuito 
logico (205) ha un primo livello logico 
quando ciascun ingresso riceve un segnale 
di dati avente un livello logico basso ed 
un secondo livello logico quando qualsiasi 
ingresso riceve un segnale di dati avente 
un livello logico alto; 
un secondo circuito logico (210) comprendente: 
una molteplicita di ingressi, in cui gli 
ingressi sono accoppiati per ricevere i 
segnali di dati corrispondent i alia data 
collocazione di bit di ciascuna parola 
della pagina di uscita del dispositivo di 
memoria; e 

un' uscita in cui l'uscita del secondo circuito 
logico (205) ha un primo livello logico 
quando ciascun ingresso riceve un segnale 
di dati avente il livello logico alto ed un 
secondo livello logico quando un qualsiasi 
ingresso riceve un segnale di dati avente 
il livello logico basso; e 
un terzo circuito logico (225) comprendente: 
un primo ingresso per ricevere l'uscita del 
primo circuito logico (205) ; 
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un secondo ingresso per ricevere l'uscita del 

secondo circuito logico (210) ; 
un'uscita (230) per fornire il primo segnale di 

controllo; 

in cui il primo segnale di controllo ha il suo 
primo livello logico quando l'uscita del 
primo circuito logico (205) ha il suo primo 
livello logico; 

in cui il primo segnale di controllo ha il suo 
primo livello logico quando l'uscita del 
secondo circuito logico (205) ha un primo 
livello logico quando ciascun ingresso 
riceve un segnale di dati avente il livello 
logico alto ed un secondo livello logico 
quando un qualsiasi ingresso riceve un 
segnale di dati avente il livello logico 
basso; e 

un terzo circuito logico (225) comprendente : 
un primo ingresso per ricevere l'uscita del 

primo circuito logico (205) ; 
un secondo ingresso per ricevere l'uscita del 

secondo circuito logico (210) ; e 
un'uscita (230) per fornire il primo segnale di 

controllo; 

in cui il primo segnale di controllo ha il suo 
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primo livello logico quando l'uscita del 
primo circuito logico (205) ha il suo primo 
livello logico; 
in cui il primo segnale di controllo ha il suo 
primo livello logico- quando l'uscita del 
secondo circuito logico (210) ha il suo 
primo livello logico; e 
in cui il primo segnale di controllo ha il suo 
secondo livello logico quando l'uscita del 
primo circuito logico (205) ha il suo 
secondo livello logico e l'uscita del 
secondo circuito logico (210) ha il suo 
secondo livello logico. 
Dispositivo di memoria (101) della 

rivendicazione 58, in cui il primo livello 
logico del primo circuito logico (205) e 
diverso dal primo livello logico del secondo 
circuito logico (210) . 

Dispositivo di memoria (101) della 

rivendicazione 59, in cui il primo livello 
logico del primo circuito logico (205) e un 
livello logico alto, il secondo livello logico 
del primo circuito logico (205) e un livello 
logico basso, il primo livello logico del 
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ed il secondo livello logico del secondo 

circuito logico (210) e un livello logico alto. 

Dispositivo di memoria (101) della 

rivendicazione 45, in cui il circuito di 

compressione dati (200) comprende : 

una molteplicita di primi stadi buffer (305) , 
ciascun primo stadio buffer (305) avendo un 
ingresso per ricevere un segnale dati per 
la data collocazione di bit di' una parola 
della pagina di uscita del dispositivo di 
memoria (101) ed avendo una uscita, ciascun 
primo stadio buffer (305) viene accoppiato 
per ricevere un segnale di dati per la data 
collocazione di bit di una diversa parola 
della pagina di uscita ed in cui ciascun 
primo stadio buff er (305) ha la sua uscita 
accoppiata all' uscita dei rimanenti primi 
stadi buffer (305) ; 

una molteplicita di secondi stadi buffer (310) , 
ciascun secondo stadio buffer (310) avendo 
un ingresso per ricevere un segnale di dati 
per la data collocazione di bit di una 
parola della pagina di uscita del 
dispositivo di memoria e avendo una uscita, 
in cui ciascun secondo stadio buffer (310) 
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e accoppiato per ricevere un segnale di 
dati per la data collocazione di bit di una 
diversa parola della pagina di uscita ed in 
cui ciascun secondo stadio buffer (310) ha 
la sua uscita accoppiata alle uscite dei 
rimanenti secondi stadi buffer; e 

un circuito logico (325) avente un primo 
ingresso accoppiato alle uscite dei primi 
stadi buffer (305) , un secondo ingresso 
accoppiato alle uscite dei secondi stadi 
buffer (310) ed una uscita (230) per 
fornire il primo segnale di controllo; 

in cui il primo ingresso del circuito logico 
(325) ha un primo livello logico quando il 
segnale di dati per la data collocazione di 
bit di ciascuna parola di pagina di uscita 
ha un livello logico basso ed il primo 
ingresso del circuito logico (325) ha un 
secondo livello logico quando il segnale 
dati per la data collocazione di bit di una 
qualsiasi parola della pagina di uscita ha 
un livello logico alto; 

in cui il secondo ingresso del circuito logico 
(325) ha un primo livello logico quando il 
segnale dati per la data collocazione di 
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bit su ciascuna parola della pagina di 
uscita ha un livello logico alto ed il 
secondo ingresso del circuito logico (325) 
ha un secondo livello logico quando il 
segnale dati per la data collocazione di 
bit di una qualsiasi parola di una pagina 
di uscita ha un livello logico basso; e 
in cui il primo segnale di controllo ha il suo 
primo livello logico quando il primo 
ingresso del circuito logico (325) ha il 
suo primo livello logico; 
in cui il primo segnale di controllo ha il suo 
primo livello logico quando il secondo 
ingresso del circuito logico (325) ha il 
suo primo livello logico; e 
in cui il primo segnale di controllo ha il suo 
secondo logico quando il primo ingresso del 
circuito logico (325) ed il secondo 
ingresso del circuito logico (325) hanno 
ciascuno i loro secondi livelli logici . 
Dispositivo di memoria (101) della 

rivendicazione 61, in cui ciascun primo stadio 
buffer (305) e accoppiato per ricevere un 
segnale di dati corrispondente ad una diversa 
parola della pagina di uscita ed in cui vi e un 
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primo stadio buffer (305) per ciascuna parola 
della pagina di uscita. 

Dispositivo di memoria (101) della 

rivendicazione 61, in cui ciascun secondo 
stadio buffer (310) e accoppiato per ricevere 
un segnale di dati corrispondente ad una 
diversa parola della pagina di uscita ed in cui 
vi e un secondo stadio buffer (310) per 
ciascuna parola della pagina di uscita. 
Dispositivo di memoria (101) della 

rivendicazione 61, in cui ciascun primo stadio 
buffer (305) e ciascun secondo stadio buffer 

(310) sono ulteriormente accoppiati per 
ricevere almeno un segnale di controllo per 
disabilitare selettivamente gli stadi buffer 

(305, 310) . 

Dispositivo di memoria (101) della 

rivendicazione 61, in cui ciascun primo stadio 
buffer (305) assorbe un primo livello di 
corrente in risposta ad un segnale di dati 
avente un livello logico alto e pilota un 
secondo livello di corrente, piu grande, in 
risposta ad un segnale di dati avente un 
livello logico basso. 

Dispositivo di memoria (101) della 
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rivendicazione 65, in cui il secondo livello di 
corrente per un primo stadio buffer (305) e di 
valore piu grande del primo livello di corrente 
per ciascun rimanente primo stadio buffer (305) 
combinato. 

67. Dispositivo di memoria (101) della 
rivendicazione 61, in cui ciascun secondo 
stadio buffer (310) assorbe un primo livello di 
corrente in risposta ad un segnale di dati 
avente un livello logico alto e pilota un 
secondo livello di corrente, piu piccolo, in 
risposta ad un segnale di dati avente un 
livello logico basso. 

68. Dispositivo di memoria (101) della 
rivendicazione 67, in cui il primo livello di 
corrente per un secondo stadio buffer (310) e 
piu grande in valore del secondo livello di 
corrente per ciascun secondo stadio buffer 
rimanente (305) combinato. 

\\ 69. Dispositivo di memoria (101) della 

rivendicazione 45, in cui il circuito di 
compressione dati (2 00) comprende : 
una molteplicita di primi stadi buffer (305) , 
ciascun primo stadio buffer (305) avendo un 
ingresso accoppiato per ricevere un segnale 
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di dati per la data collocazione di bit di 
una parola della pagina di uscita del 
dispositivo di memoria (101) ed avendo una 
uscita, in cui le uscite dei primi stadi 
buffer (305) sono accoppiati in comune ed 
in cui ciascun primo stadio buffer (305) 
ulteriormente comprende : 

un primo transistore ad effetto di campo a 
canale p (350) avente una porta accoppiata 
all ' ingresso del suo primo stadio buffer 
(305) , una sorgente accoppiata ad un primo 
nodo di potenziale (360) , ed un assorbitore 
accoppiato all' uscita del suo primo stadio 
buffer (305) ; e 

un primo transistore ad effetto di campo a 
canale n (355) avente una porta accoppiata 
all "ingresso del suo primo stadio buffer 
(305) , una sorgente accoppiata ad un 
secondo nodo di potenziale (365) , ed un 
assorbitore accoppiato all 1 uscita del suo 
primo stadio buffer (305) ; 

in cui il primo nodo di potenziale (360) e 
accoppiato per ricevere un primo potenziale 
ed il secondo nodo di potenziale (365) e 
accoppiato per ricevere un secondo 
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potenziale piu basso del primo potenziale; 
e 

in cui il primo transistore ad effetto di campo 
a canale p (350) e dimensionato per avere 
una conduttanza all 1 attivazione che e piu 
elevata della conduttanza all 1 attivazione 
del primo transistore ad effetto di campo a 
canale n (355) ; 

una molteplicita di second! stadi buffer (310) , 
ciascun secondo stadio buffer (310) avendo 
un ingresso accoppiato per ricevere un 
segnale di dati per la data collocazione di 
bit di una parola della pagina di uscita 
del dispositivo di memoria (101) ed avendo 
una uscita, in cui le uscite dei secondi 
stadi buffer (310) sono accoppiati in 
comune ed in cui ciascun secondo stadio 
buffer (310) ulteriormente comprende : 

un primo transistore ad effetto di campo a 
canale p (380) avente una porta accoppiata 
all' ingresso del suo secondo stadio buffer 
(310) , una sorgente accoppiata ad un primo 
nodo di potenziale (390) , ed un assorbitore 
accoppiato all 'uscita del suo secondo 
stadio buffer (310) ; e 
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un primo transistore ad effetto di campo a 
canale n (385) avente una porta accoppiata 
all'ingresso del suo secondo stadio buffer 
(310) , una sorgente accoppiata ad un 
secondo nodo di potenziale (395) , ed un 
assorbitore accoppiato all'uscita del suo 
secondo stadio buffer (310) ; 

in cui il primo nodo di potenziale (390) e 
accoppiato per ricevere un primo potenziale 
ed il secondo nodo di potenziale (395) e 
accoppiato per ricevere un secondo 
potenziale piu basso del primo potenziale; 
e 

in cui il primo transistore ad effetto di campo 
a canale p (380) e dimensionato per avere 
una conduttanza all ■ attivazione che e piu 
bassa della conduttanza all ' attivazione per 
il primo transistore ad effetto di campo a 
canale n (385) ; 

\ un circuito logico (325) avente un primo 

i 

ingresso accoppiato alle uscite accoppiate 
in comune dei primi stadi buffer (305) , un 
secondo ingresso accoppiato alle uscite 
accoppiate in comune dei secondi stadi 
buffer (310) ed un uscita (230) per fornire 
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il primo segnale di controllo, in cui il 
primo segnale di controllo ha il suo primo 
livello logico quando livelli logici 
ricevuti sul primo e secondo degli ingressi 
del circuito logico (325) sono gli stessi e 
il suo secondo livello logico quando i 
livelli logici ricevuti sui primi e second! 
ingressi del circuito logico (325) 
dif f eriscono . 
Dispositivo di memoria (101) della 

rivendicazione 69, in cui il primo transistore 
ad effetto di campo a canale p (350) di un 
primo stadio buffer (305) ha un maggiore 
rapporto W/L rispetto al primo transistore ad 
effetto di campo a canale n (355) del primo 
stadio buffer (305) . 

Dispositivo di memoria (101) della 

rivendicazione 70, in cui il primo transistore 
ad effetto di campo a canale p (350) del primo 
stadio buffer (305) ha un rapporto W/L di circa 
40/1 ed il primo transistore ad effetto di 
campo a canale n (355) del primo stadio buffer 
(305) ha un rapporto W/L di circa 3/10. 
Dispositivo di memoria. (101) della 

rivendicazione 69, in cui il primo transistore 
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ad effetto di campo a canale p (380) ed un 
secondo stadio buffer (310) ha un piu piccolo 
rapporto W/L rispetto al primo transistore ad 
effetto di campo a canale n (385) del secondo 
stadio buffer (310) . 

Dispositivo di memoria (101) della 

rivendicazione 72, in cui il primo transistore 
ad effetto di campo a canale p (380) del 
secondo stadio buffer (310) ha un rapporto W/L 
di circa 4/5 ed il primo transistore ad effetto 
di campo a canale n (385) del secondo stadio 
buffer (310) ha un rapporto W/L di circa 20/1. 
Dispositivo di memoria (101) della 

rivendicazione 69, in cui ciascun primo stadio 
buffer (305) e accoppiato per ricevere un 
segnale di dati 'corrispondente ad una diversa 
parola della pagina di uscita ed in cui e 
presente un primo stadio buffer (305) per 
ciascuna parola della pagina di uscita. 
Dispositivo di memoria (101) della 

rivendicazione 69, in cui ciascun secondo 
stadio buffer (310) e accoppiato per ricevere 
un segnale di dati corrispondente ad una 
diversa parola della pagina di uscita ed in cui 
e presente un secondo stadio buffer (310) per 
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ciascuna parola della pagina di uscita. 
Dispositivo di memoria (101) della 

rivendicazione 69, in cui il primo nodo di 
potenziale (360) di ciascun primo stadio buffer 
(305) ed il primo nodo di potenziale (390) di 
ciascun secondo stadio buffer (310) sono 
ciascuno accoppiati per ricevere il medesimo 
potenziale di alimentazione . 

Dispositivo di memoria (101) della 

rivendicazione 69, in cui il secondo nodo di 
potenziale (365) di ciascun primo stadio buffer 
(305) ed il secondo nodo di potenziale (395) di 
ciascun secondo stadio buffer (310) sono 
ciascuno accoppiati per ricevere il medesimo 
potenziale di massa. 

Dispositivo di memoria (101) della 

rivendicazione 69, ulteriormente comprendente : 
in cui ciascun primo stadio buffer (305) 
ulteriormente comprende un secondo 
transistore ad effetto di campo a canale p 
(370) accoppiato tra il primo nodo di 
potenziale (360) e il primo transistore ad 
effetto di campo a canale p (350) ed un 
secondo transistore ad effetto di campo a 
canale n (375) accoppiato tra il secondo 
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nodo di potenziale (365) ed il primo 
transistore ad effetto di campo a canale n 
(355) ; 

in cui il secondo transistore ad effetto di 
campo p (370) ha il gate accoppiato per 
ricevere un primo segnale di abilitazione; 
e 

in cui il secondo transistore ad effetto di 
campo a canale n (375) ha il gate 
accoppiato per ricevere un secondo segnale 
di abilitazione differente dal primo 
segnale di abilitazione. 

79. Dispositivo di memoria (101) della 
rivendicazione 78, in cui il secondo segnale di 
abilitazione e il complemento binario del primo 
segnale di abilitazione. 

80. Dispositivo di memoria (101) della 
rivendicazione 69, ulteriormente comprendente : 
in cui ciascun secondo stadio buffer (310) 

ulteriormente comprende un secondo 
transistore ad effetto di campo a canale p 
(400) accoppiato tra il primo nodo di 
potenziale (390) ed il primo transistore ad 
effetto di campo a canale p (380) ed un 
secondo transistore ad effetto di campo a 
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canale n (405) accoppiato tra il secondo 
nodo di potenziale (395) ed il primo 
transistore ad effetto di campo a canale n 
(385) ; 

in -cui il secondo transistore . ad effetto di 
campo a canale p (400) ha il gate 
accoppiato per ricevere un primo segnale di 
abilitazione ; e 

in cui il secondo transistore (405) ad effetto 
di campo a canale n ha la porta accoppiata 
per ricevere un secondo segnale di 
abilitazione diverso dal primo segnale di 
abilitazione . 

81. Dispositivo di memoria (101) della 
rivendicazione 80, in cui il secondo segnale di 
abilitazione e il complemento binario del primo 
segnale di abilitazione. 

82. Dispositivo di memoria (101) della 
rivendicazione 45, in cui il dispositivo di 
memoria (101) e accoppiato ad un elaboratore 
(103) . 

83. Metodo per collaudare un dispositivo di memoria 
(101) , comprendente : 

accedere ad una schiera di memoria (105) per 
generare una pagina di uscita contenente 
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almeno due parole, in cui la pagina di 

uscita ha una conf igurazione di dati 

ripetitiva e ciascuna parola ha almeno una 

collocazione di bit; 
confrontare segnali di dati per una data 

collocazione di bit di ciascuna parola 

della pagina di uscita; 
disabilitare I'uscita per segnali di dati 

corrispondenti ad almeno la data 

collocazione di bit 
se almeno uno dei segnali di dati per la data 

collocazione di bit differisce da un 

qualsiasi restante segnale di dati per la 

data collocazione di bit; 
tentare di leggere una parola della pagina di 

uscita; 

determinare se 1' uscita e disabilitata per 

almeno la data collocazione di bit; 
in cui l'uscita disabilitata e indicativa di 

avaria del dispositivo di memoria (101) . 
Metodo della rivendicazione 83, in cui il 
tentare di leggere una parola della pagina 
dell 1 uscita comprende il tentare di leggere 
soltanto una parola della pagina di uscita. 
Metodo della rivendicazione 83 ulteriormente 



- 92 - 



comprendente : 

scrivere la conf igurazione di dati ripetitiva 
sulla schiera di memoria (105) prima di 
accedere alia schiera di memoria (105) : 
-Metodo della rivendicazione 85, in cui la 
conf igurazione di dati ripetitiva e una 
conf igurazione ripetitiva di tutti zeri . 
Metodo della rivendicazione 85, in cui la 
conf igurazione di dati ripetitiva e una 
conf igurazione ripetitiva di tutti uno. 
Metodo della rivendicazione 85, in cui la 
conf igurazione di dati ripetitiva e una 
conf igurazione a scacchiera. 

Metodo della rivendicazione 85, in cui la 
conf igurazione di dati ripetitiva e una 
conf igurazione a scacchiera inversa. 
Metodo della rivendicazione 83, ulteriormente 
comprendente : 

confrontare segnali di dati per una data 
collocazione di bit aggiuntiva di ciascuna 
parola della pagina di uscita 

concorrentemente con il confrontare segnali 
di dati per la data collocazione di bit; 

disabilitare l'uscita per segnali di dati 
corrispondenti ad almeno la data 
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collocazione di bit aggiuntiva se almeno un 
segnale di dati per la collocazione data di 
bit aggiuntiva differisce da qualsiasi 
altro segnale di dati rimanenti per la data 
collocazione di bit aggiuntiva. 



91. Metodo della rivendicazione 83, ulteriormente 
comprendente : 

confrontare segnali di dati per una data 
collocazione aggiuntiva di bit di ciascuna 
parola della pagina di uscita correntemente 
con il confrontare segnali di dati per la 
data collocazione di bit; 

disabilitare l 1 uscita per tutti i segnali di 
dati se almeno un segnale di dati per la 
data collocazione di bit differisce da un 
qualsiasi altro segnale di dati rimanenti 
per la data collocazione di bit; e 

disabilitare 1' uscita per tutti i segnali di 
dati se almeno un segnale di dati per la 
data collocazione di bit aggiuntiva 
differisce da qualsiasi rimanente segnale 
di dati per la data collocazione di bit 
aggiuntiva . 

92. Metodo della rivendicazione 83, in cui la 
disabilitazione di uscita ulteriormente 
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comprende il disabilitare un circuito pilota di 
uscita (142) . 

Metodo della rivendicazione 92, in cui la 
disabilitazione di un circuito pilota di uscita 
(142) ulteriormente comprende il porre in.tri- 
state il circuito pilota di uscita (142) . 
Metodo della rivendicazione 83, in cui il 
confrontare segnali di dati per una data 
collocazione di bit di ciascuna parola della 
pagina di uscita comprende l'applicare segnali 
di dati ad un primo circuito logico (205) ed un 
secondo circuito logico (210) , in cui il primo 
circuito logico (205) e configurato per fornire 
un primo segnale di uscita indicativo del fatto 
che ciascun segnale di dati ha un primo livello 
logico, ed in cui il secondo circuito logico 
(210) e configurato per fornire un secondo 
segnale di uscita indicativo del fatto che 
ciascun segnale di dati possiede un secondo 
livello logico differente dal primo livello 
logico . 

Metodo della rivendicazione 94, in cui il 
confrontare segnali di dati per una data 
collocazione di bit di ciascuna parola della 
pagina di uscita ulteriormente comprende il 
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generare un segnale di controllo dal primo 
segnale di uscita e il secondo segnale di 
uscita indicativo del fatto che ciascun segnale 
di dati ha il medesimo livello logico. 
Metodo della rivendicazione 83, ulteriormente 
comprendente : 

confrontare un valore di dati letto dalla 
schiera di memoria (105) contro un valore 
di conf igurazione di dati scritto nella 
schiera di memoria (105); e 

indicare un'avaria del dispositivo di memoria 
(101) se il valore di dati letto dalla 
schiera di memoria (105) differisce dal 
valore di schiera di dati scritto nella 
schiera di memoria (105) quale che sia il 
fatto che una qualsiasi uscita e 
disabilitata . 

Metodo della rivendicazione 83, ulteriormente 

comprendente : 

ripetere il metodo per ciascuna pagina di 

uscita del dispositivo di memoria (101) . 
Metodo della rivendicazione 83, in cui 
comprende ulteriormente: 

ripetere il metodo per ciascuna pagina di 
uscita del dispositivo di memoria (101) e 
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il tentare di leggere soltanto una parola 
di ciascuna pagina di uscita. 
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